[bookmark: _Toc204525882]PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc204525883]CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.
- Tên dự toán: Dự toán mua sắm vật tư kỹ thuật hàng không năm 2026 tại Nhà máy A32 đợt II.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Mua sắm linh kiện điện tử.
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 90 ngày.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp.  Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 đến nay.
- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.
* Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng: 
- Tờ khai hải quan của lô hàng;
- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);
- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).
Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản công chứng).
* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao
Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.
* Yêu cầu về chất lượng khác
Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:
- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;
- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;
2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:
Các yêu cầu kỹ thuật tại bảng sau là mức yêu cầu tối thiểu hàng hóa, thiết bị (hoặc phần mềm) phải đáp ứng, được hiểu theo nghĩa không hạn chế các tính năng, thông số kỹ thuật được liệt kê tại bảng mà khuyến khích các nhà thầu cung cấp hàng hóa có tính năng và thông số kỹ thuật tốt hơn (không áp dụng tiêu chí này đối với thông số kích thước) nhưng phải bảo đảm tính đồng bộ, tương thích và khả năng sử dụng theo yêu cầu của HSMT:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bán dẫn 2П303Б
	Nguồn tiêu tán công suất: 200 mW;
Điện áp nguồn xả tối đa: 25 V;
Điện áp cống tối đa: 30 V;
Điện áp nguồn cổng tối đa: 30 V;

	2
	Bán dẫn 2П303В
	Nguồn tiêu tán công suất: 200 mW;
Điện áp nguồn xả tối đa: 25 V;
Điện áp cống tối đa: 30 V;
Điện áp nguồn cổng tối đa: 30 V;

	3
	Bán dẫn 2П303Д
	Công suất nguồn tiêu tán: 200 mW. 
Điện áp cắt của tranzito ≤ 8 V; 
Điện áp cổng tối đa: 30 V; 
Dòng xả (không đổi): 20 mA

	4
	Bán dẫn 2П307Г
	 Nguồn tiêu tán: 250 mW. 
Điện áp nguồn xả tối đa: 25 V. 
Điện áp cống tối đa: 30 V. 
Dòng xả (liên tục): 30 mA

	5
	Bán dẫn 2П350Б
	Công suất tiêu tán: 0,3 W;
Điện áp cực D-S (Uds): 15V; 
Dòng cực D (Id): 30mA
Tần số cắt (ft): 600MHz

	6
	Bán dẫn 2П771А
	Điện áp cực máng - cực nguồn (Uds): 200V;
Dòng cực máng liên tục (Id): 25A;
Điện trở kênh dẫn (Rds on): 0,1 Ohm;
Công suất tiêu tán (Pd): 125W.

	7
	Bán dẫn 2П903А
	Công suất tiêu tán : 30 W;
Điện áp gốc cực đại: 4 V;
Dòng thu DC tối đa: 3 A;
Dòng xung cực thu tối đa: 10 A;

	8
	Bán dẫn 2Т118А
	Tiêu tán công suất thu không đổi: 100 mW;
Điện áp của đế thu: 15 V;
Dòng thu DC tối đa cho phép: 50 mA;

	9
	Bán dẫn 2Т203Г
	Đế phát điện áp không đổi 30 V. 
Dòng thu trực tiếp tối đa cho phép: 10 mA. 
Điện trở đầu vào trong mạch:  ≤ 300Ω. 
Dòng điện một chiều của cực phát là 10 mA. 

	10
	Bán dẫn 2Т208Г
	Công suất tiêu tán (Pd): 300mW
Điện áp cực C-E (Uce): 45V; 
Dòng cực C (Ic): 300mA
Công suất tiêu tán bộ thu không đổi: 200 mW;

	11
	Bán dẫn 2Т208Л
	Điện áp cực C-E (Uce): 60V; 
Dòng cực C (Ic): 300mA
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60° C ... + 125° C

	12
	Bán dẫn 2Т3108A
	Điện trở định mức (R): 4,7 kΩ; Sai số: ±20%;
Công suất (P): 0,25 W;
Nhiệt độ: -60 đến +125°C;

	13
	Bán dẫn 2Т3117А
	Điện áp cổ góp-phát: 60V;
Dòng cổ góp xung tối đa (Icp): 1000 mA;
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C,

	14
	Bán dẫn 2Т312А
	Công suất tiêu tán không đổi của cực thu: 225 mW;
Điện áp gốc cực đại : 30 V;
Dòng cực thu không đổi cho phép tối đa: 30 mA;

	15
	Bán dẫn 2Т312Б
	Công suất tiêu tán không đổi: 225 mW;
Điện áp gốc cực thu: 30 V;
Dòng thu DC tối đa: 30 mA;
Điện trở bão hòa: ≤ 40 Ohm;

	16
	Bán dẫn 2Т312В
	Công suất tiêu tán không đổi của cực thu: 225 mW;
Điện áp gốc cực đại : 30 V;
Dòng cực thu không đổi cho phép tối đa: 30 mA;

	17
	Bán dẫn 2Т326А
	Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 200 mW;
Điện áp cực thu-phát tối đa: 15 V (100 kOhm);
Dòng thu DC tối đa cho phép: 50 mA;
Điện trở bão hòa: ≤ 30 Ohm;

	18
	Bán dẫn 2Т326Б
	Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 200 mW;
Điện áp cực thu-phát tối đa: 15 V (100 kOhm);
Dòng thu DC tối đa cho phép: 50 mA;
Điện trở bão hòa: ≤ 30 Ohm;

	19
	Bán dẫn 2Т504А
	Điện áp cực C-E (Uce): 250V;
Dòng cực C (Ic): 1A;
Tần số cắt (fT): 20MHz;
Công suất tiêu tán khi có tản nhiệt (Pd): 5W;

	20
	Bán dẫn 2Т506А
	Điện áp cực C-E (Uce): 200V;
Dòng cực C (Ic): 1A;
Tần số cắt (fT): 15MHz;
Điện áp bão hòa C-E (Uce sat): < 1,5V

	21
	Bán dẫn 2Т602Б
	Công suất tiêu tán : 0,85 W;
Điện áp gốc cực đại: 120 V;
Dòng cực thu không đổi cho phép tối đa: 75 mA;

	22
	Bán dẫn 2Т608А
	Dòng điện ngược 60 V
Công suất tiêu tán tối đa,0,5 W 
Dòng điện tối đa 0,4 A

	23
	Bán dẫn 2Т608Б
	Công suất khuếch tán không đổi của collector: 0,5W
Dòng xung lớn nhấtr: 800mA
Điện trở bão hòa: ≤ 2,5Ω

	24
	Bán dẫn 2Т630А
	 Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 0,8 W;
Điện áp gốc cực đại: 120 V;
 Dòng cực thu tối đa: 1000 mA;
 Điện trở bão hòa: ≤ 2 Ohm

	25
	Bán dẫn 2Т630Б
	Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 0,8 W; 
Điện áp cực đại: 120 V;
Dòng xung tối đa: 2000 mA;

	26
	Bán dẫn 2Т665А9
	Điện áp cực C-E (Uce): 120V;
Dòng cực C (Ic): 1A;
Tần số cắt (fT): 20MHz; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +150°C,

	27
	Bán dẫn 2Т708А
	Điện áp cổ góp-phát: 60V;
Dòng cổ góp tối đa: 20A;
Công suất tán tán (Pmax): 50W.

	28
	Bán dẫn 2Т709А
	 Điện áp cực C-E (Uce): 60V;
Dòng cực C (Ic): 10A;
Tần số cắt (fT): 100MHz;
Công suất tiêu tán (Pd): 50W.

	29
	Bán dẫn 2Т709А2
	Điện áp cực C-E (Uce): 60V;
Dòng cực C (Ic): 10A;
Tần số cắt (fT): 100MHz;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +150°C,

	30
	Bán dẫn 2Т716А1
	Điện áp cực C-E (Uce): 100V;
Dòng cực C (Ic): 2A;
Tần số cắt (fT): 50MHz;
Dải nhiệt độ: -40°C đến +125°C,

	31
	Bán dẫn 2Т808А
	Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 50W;
Điện áp cực đại: 120 V;
Dòng điện một chiều: 10 A;

	32
	Bán dẫn 2Т809А
	Công suất tiêu tán: 40 W; 
Điện áp cực đại: 400 V;
Dòng thu trực tiếp tối đa: 3 A

	33
	Bán dẫn 2Т818А
	Điện áp cực C-E (Uce): 40V;
Dòng cực C (Ic): 10A;
Tần số cắt (fT): 3MHz;
Công suất tiêu tán (Pd): 60W.

	34
	Bán dẫn 2Т825А
	Điện áp cổ góp-phát: 100V;
Dòng cổ góp tối đa: 20A;
Công suất tán tán (Pmax): 125W;
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C.

	35
	Bán dẫn 2Т827А
	Điện áp cực C-E (Uce): 100V;
Dòng cực C (Ic): 20A;
Tần số cắt (fT): 4MHz;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C,

	36
	Bán dẫn 2Т830Б
	Công suất tiêu tán: 5 W;
Điện áp cực tối đa: 35 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 4 A; 

	37
	Bán dẫn 2Т830Г
	 Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 5 W;
 Điện áp gốc cực đại: 100 V;
 Dòng điện một chiều cho phép lớn nhất của bộ thu: 2 A;
 Điện trở: ≤ 1,2 Ohm

	38
	Bán dẫn 2Т831Г
	 Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 5 W;
 Điện áp gốc cực đại: 100 V;
 Dòng điện một chiều: 2 A;
 Điện trở bão hòa: ≤ 0,6 Ohm

	39
	Bán dẫn 2Т839А
	Công suất tiêu thụ: 50 W;
Điện áp cực đại: 1500 V;
Dòng DC cực đại: 10 A;
Điện trở bão hòa: ≤ 0,375 Ohm

	40
	Bán dẫn 2Т866А
	Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 30 W;
Điện áp cực đại: 200 V;
Dòng điện một chiều: 20 A;

	41
	Bán dẫn 2Т903Б
	Công suất tiêu tán  30 W;
Điện áp gốc cực đại : 4 V;
Dòng thu DC tối đa cho phép: 3 A;
Điện trở bão hòa: ≤ 1 ohm;

	42
	Bán dẫn 2Т907А
	Công suất tiêu tán: 16 W;
Điện áp cực tối đa: 65 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 3 A; 

	43
	Bán dẫn 2Т908А
	Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 50W; 
Điện áp cực tối đa: 100 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 10 A; 

	44
	Bán dẫn 2Т909Б
	Công suất tiêu tán: 54 W;
Điện áp cực tối đa: 60 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 4 A; 

	45
	Bán dẫn 2У101И
	Điện áp ngược cực đại (Urrm): 200V;
Dòng điện thuận định mức (It av): 0,1A;
Dòng điện điều khiển kích mở (Igt): ≤ 2 mA;

	46
	Bán dẫn ГТ705А
	Điện áp cực C-E (Uce): 45V;
Dòng cực C (Ic): 3,5A;
Tần số cắt (fT): 10kHz;
Công suất tiêu tán (Pd): 15W.

	47
	Bán dẫn П309
	Điện áp cực C-E (Uce): 120V;
Dòng cực C (Ic): 30mA;
Tần số cắt (fT): 120MHz;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C.

	48
	Bán dẫn  2П902А
	Công suất tiêu tán: 3,5 W;
Điện áp cực tối đa: 50 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 200 mA; 

	49
	Bán dẫn  2Т208М
	Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 200 mW. 
Điện áp cực đại: 60 V. 
Dòng cực thu: 150 mA. 
Điện trở bão hòa: 1,3Ω.

	50
	Bán dẫn  2Т306Г
	Điện áp cực C-E (Uce): 15V;
Dòng cực C (Ic): 30mA;
Tần số cắt (fT): 500MHz;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C.

	51
	Bán dẫn  2Т664А9
	Điện áp cực C-E (Uce): 150V;
Dòng cực C (Ic): 1A;
Tần số cắt (fT): 20MHz;
Công suất tiêu tán (Pd): 0,8W.

	52
	Bán dẫn  2Т664Б9
	Điện áp cực C-E (Uce): 120V;
Dòng cực C (Ic): 1A;
Tần số cắt (fT): 20MHz;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +150°C.

	53
	Bán dẫn  2Т665Б9
	Điện áp cực C-E (Uce): 100V;
Dòng cực C (Ic): 1A;
Tần số cắt (fT): 20MHz;
Công suất tiêu tán (Pd): 0,8W.

	54
	Biến thế ТР114-115-400В
	Điện áp vào: 115V;
Tần số: 400Hz;
Độ bền cách điện giữa các cuộn dây: 1000V

	55
	Biến thế ТР115-115-400В
	Điện áp nguồn : 115 V;
Tần số : 400 Hz;
Điện áp đầu ra 1,094 V đến 356 V.
Công suất định mức: từ 0,35 VA đến 450 VA.
Dòng điện của cuộn thứ cấp: 0,21 A đến 31,2 A.
Số lượng cuộn dây: từ 2 chiếc. lên đến 7 chiếc.

	56
	Biến thế ТР481-220-400В
	Biến thế nguồn công suất siêu cao;
Điện áp vào: 220V;
Tần số: 400Hz;
Công suất: 600VA.

	57
	Biến trở СП4-2М-4,7К
	Điện trở định mức (R): 4,7 kΩ; Sai số: ±20%;
Công suất (P): 0,25 W;
Nhiệt độ: -60 đến +125°C.

	58
	Biến trở ПП3-40-470Ω±10%
	Biến trở dây quấn dòng;
Giá trị điện trở: 470 Ohm; Sai số: ±10%;
Công suất: 3W;
Điện áp vận hành tối đa: 400VDC.

	59
	Biến trở СП3-4АМ 0.25Вт 4.7 к
	Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 0,25W

	60
	Biến trở СП4-2М-1-4,7кОм
	Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 1,0 W

	61
	Biến trở СП4-2М-47R
	Điện trở định mức (R): 47 Ω; Sai số: ±20%; 
Công suất (P): 0,25 W; 
Tần số cắt: 1000 MHz; 
Điện áp cực đại (Umax): 150 V

	62
	Biến trở СП4-2Ма-1-33 КОм-А-ВС-3-32-В
	Trở kháng danh định (Rnom): 33 kΩ; 
Công suất định mức (Pnom): 1,0 W; 
Tần số rung: 1-5000 Hz.

	63
	Biến trở СП4-2МА-47ОМ-А-ВС-3-32-В
	Trở kháng danh định (Rnom): 47 Ω; 
Công suất định mức (Pnom): 1,0 W; 
Sai số trở kháng: ±5%.

	64
	Biến trở СП5-16ВА-0,25-3,3 ± 5%
	Điện trở danh nghĩa: 3,3 Ω;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 0,25W

	65
	Biến trở СП5-16ВА-0,25ВТ 10КΩ ± 10%
	Điện trở danh nghĩa: 3,3 Ω;
 Sai số cho phép 10%;
 Công suất định mức 0,25W

	66
	Biến trở СП5-16ВА-0,25ВТ 13КΩ ± 10%
	Điện trở danh nghĩa: 13 KΩ;
 Sai số cho phép 10%;
 Công suất định mức 0,25W

	67
	Biến trở СП5-16ВА-0,25ВТ 3,3КΩ ± 10%
	Điện trở danh nghĩa: 3,3 KΩ;
 Sai số cho phép 10%;
 Công suất định mức 0,25W

	68
	Biến trở СП5-16ВА-1ВТ 100Ω ± 10%
	Điện trở danh nghĩa: 100 Ω;
 Sai số cho phép 10%;
 Công suất định mức 1,0W

	69
	Biến trở СП5-16ВБ-0,5ВТ 1КΩ ± 10%
	Điện trở danh nghĩa: 1 Ω;
 Sai số cho phép 10%;
 Công suất định mức 0,5W

	70
	Biến trở СП5-16ВВ-0,125Вт-150 Ом
	Điện trở danh nghĩa: 150 Ω;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 0,125W

	71
	Biến trở СП5-16ВВ-0,125Вт-2,2кОм
	Điện trở danh nghĩa: 2,2 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 0,125W

	72
	Biến trở СП5-16ВВ-0,125Вт-220Ом
	Điện trở danh nghĩa: 220 Ω;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 0,125W

	73
	Biến trở СП5-16ВВ-0,125Вт-3,3КОм
	Điện trở danh nghĩa: 3,3 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 0,125W

	74
	Biến trở СП5-16ВВ-0,125Вт-4,7КОм
	Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 0,125W

	75
	Biến trở СП5-16ВВ-0,125Вт-6,8Ом
	Điện trở danh nghĩa: 6,8 Ω;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 0,125W

	76
	Biến trở СП5-16ВГ-0,05Вт-1КОм
	Điện trở danh nghĩa: 1 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 0,05 W

	77
	Biến trở СП5-22-1ВТ 1,5КОМ ± 5%В
	Điện trở danh nghĩa: 1,5 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 1,0 W

	78
	Biến trở СП5-22-1ВТ 10КОM ± 5%
	Điện trở danh nghĩa: 10 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 1,0 W

	79
	Biến trở СП5-22-1ВТ 1КОM ± 5%В
	Điện trở danh nghĩa: 1 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 1,0 W

	80
	Biến trở СП5-22-1ВТ 2,2КОM ± 5%
	Điện trở danh nghĩa: 2,2 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 1,0 W

	81
	Biến trở СП5-22-1ВТ 3,3КОM ± 5%
	Điện trở danh nghĩa: 3,3 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 1,0 W

	82
	Biến trở СП5-22-1ВТ 4,7КОM ± 5%В
	Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 1,0 W

	83
	Biến trở СП5-22-1ВТ 6,8КОM ± 5%
	Điện trở danh nghĩa: 6,8 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 1,0 W

	84
	Biến trở СП5-2В-15КОм ± 10%
	Điện trở danh nghĩa: 15 KΩ;
 Sai số cho phép 10%;
 Công suất định mức 2,0 W

	85
	Biến trở СП5-2В-1Вт-1,5кОм±5%
	Điện trở danh nghĩa: 1,5 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 1W

	86
	Biến trở СП5-2В-22КОм
	Điện trở danh nghĩa: 22 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 2,0 W

	87
	Biến trở СП5-2В-3,3КОМ 
	Điện trở danh nghĩa: 3,3 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 2,0 W

	88
	Biến trở СП5-2В-470 Ом
	Điện trở danh nghĩa: 470 Ω;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 2,0 W

	89
	Biến trở СП5-2В-680 Ом
	Điện trở danh nghĩa: 680 Ω;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 2,0 W

	90
	Biến trở СП5-2ВА-22КJ
	Điện trở danh nghĩa: 22 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 2,0 W

	91
	Biến trở СП5-2ВБ-10КК
	Điện trở danh nghĩa: 10 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 2,0 W

	92
	Biến trở СП5-2ВБ-4,7К
	Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 2,0 W

	93
	Biến trở СП5-2ВБ-6,8К
	Điện trở danh nghĩa: 6,8 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 2,0 W

	94
	Biến trở СП5-3-33 КОМ
	Điện trở danh nghĩa: 33 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 3,0 W

	95
	Biến trở СП5-3В-15КОм ± 10%
	Điện trở danh nghĩa: 15 KΩ;
 Sai số cho phép 10%;
 Công suất định mức 3,0 W

	96
	Biến trở СП5-3В-1Вт-4,7КОм
	Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 1W

	97
	Biến trở СП5-3В-1КΩ±10%
	Điện trở danh nghĩa: 1 KΩ;
 Sai số cho phép 10%;
 Công suất định mức 3,0 W

	98
	Biến trở СП5-3В-2,2КМ±5%
	Điện trở danh nghĩa: 2,2 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 3,0 W

	99
	Biến trở СП5-3ВБ-1,5КΩ
	Điện trở danh nghĩa: 1,5 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 3,0 W

	100
	Bộ nhớ PROM XC17256EPC
	Dung lượng: 256 kbit; 
Điện áp nguồn: 5,0V ± 10%; 
Kiểu lập trình: One-Time Programmable (OTP); 
Dải nhiệt độ: 0°C đến +70°C

	101
	Bộ tạo dòng ТГП-5
	Máy phát tốc điện xoay chiều ;
Điện áp đầu ra tại 1000 v/p: 5V;
Sai số độ tuyến tính: 0,5%;
Tần số dòng điện: 400 Hz;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +100°C;

	102
	Bóng đèn СМ-28-1,5
	Điện áp danh định 28 V 
Công suất danh định 1.5W
Quang thông: 3 lm

	103
	Bóng đèn СМН-10-55
	Điện áp định mức: 10 V
Dòng điện định mức: 50 mA;
Dòng điện tối đa: 55 mA;

	104
	Bóng đèn СМН6-80-2
	Điện áp danh định 6 V 
Dòng điện danh định 80 mA
Bóng màu trắng
Đường kính: 3,2 mm
Chiều dài: 27 mm

	105
	Bóng đèn СМНЖ-6-80-2
	Điện áp danh định 6 V 
Dòng điện danh định 80 mA
Bóng màu vàng
Đường kính: 3,2 mm
Chiều dài: 27 mm

	106
	Bóng đèn СМНК-6-80-2
	Điện áp danh định 6 V 
Dòng điện danh định 80 mA
Bóng màu đỏ
Đường kính: 3,2 mm
Chiều dài: 27 mm

	107
	Bóng đèn màu đỏ МС2-4
	Đèn chỉ thị hai màu (Đỏ/Xanh) lắp bảng; 
Điện áp định mức : 28V; 
Công suất tiêu thụ (P): 1,5W; 
Đường kính lắp đặt (D): 14 mm.

	108
	Bóng đèn màu xanh МС2-4
	Đèn chỉ thị hai màu (Đỏ/Xanh) lắp bảng; 
Điện áp định mức : 28V; 
Công suất tiêu thụ (P): 1,5W; 
Đường kính lắp đặt (D): 14 mm.

	109
	Cầu chì ВП1-1-2А-250В
	Dòng định mức (Inom): 2,0 A; 
Điện áp : 250 V;
Thời gian ngắt: 0,3 s;
Điện trở tiếp xúc: 0,04 Ohm.

	110
	Cầu chì ВП1-1-3А-250В
	Dòng định mức (Inom): 3,0 A;
Điện áp : 250 V; 
Thời gian ngắt: 0,3 s;
Điện trở tiếp xúc: 0,02 Ohm

	111
	Cầu chì ВП1-1-4А
	Dòng điện định mức (Inom): 4,0 A; 
Điện áp định mức : 250 V;
Điện trở nội (Rint): <0,05 Ω;
Tần số rung: 10-2500 Hz.

	112
	Cầu chì ВП1-1-5А-250В
	Dòng định mức (Inom): 5,0 A;
Điện áp : 250 V; 
Thời gian ngắt: 0,3 s;
Điện trở tiếp xúc: 0,01 Ohm

	113
	Cầu chì ПМ-10
	Dòng điện định mức, 10 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	114
	Cầu chì ПМ-100
	Dòng điện định mức, 100 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	115
	Cầu chì ПМ-125
	Dòng điện định mức, 125 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	116
	Cầu chì ПМ-150
	Dòng điện định mức, 150 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	117
	Cầu chì ПМ-2
	Dòng điện định mức, 2 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	118
	Cầu chì ПМ-20
	Dòng điện định mức, 20 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	119
	Cầu chì ПМ-25
	Dòng điện định mức, 25 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	120
	Cầu chì ПМ-5
	Dòng điện định mức, 5 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	121
	Cầu chì ПМ-7,5
	Dòng điện định mức, 7,5 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	122
	Cầu chì ТП-200
	Dòng điện định mức (Inom): 200,0 A; 
Điện áp định mức : 30 V DC; 
Nhiệt độ tác động ngắt: 150,,,+20 °C; 
Trở kháng tiếp điểm: <0,0005 Ω;

	123
	Cầu chì tự động АЗ3-40
	Thiết bị ngắt mạch hàng không 3 pha;
 Dòng định mức (Inom): 40 A; 
Điện áp : 115 V (400 Hz);
 Nhiệt độ: -60 đến +60°C;.

	124
	Cầu chì tự động АЗК1М-1
	Dòng điện định mức (Inom): 1A;
 Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC (400Hz);
Trọng lượng: ≤ 35g; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C

	125
	Cầu chì tự động АЗК1М-10
	Dòng điện định mức (Inom): 10A; 
Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC-400Hz; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60+60°C;
Khả năng chịu gia tốc (G): 10g

	126
	Cầu chì tự động АЗК1М-15
	Dòng điện định mức (Inom): 15A; 
Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC-400Hz; 
Độ sụt áp tại tiếp điểm (ΔU): <150mV; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+60°C.

	127
	Cầu chì tự động АЗК1М-2
	Dòng điện định mức (Inom): 2A;
Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC-400Hz;
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+60°C;
Trọng lượng tối đa: 35g

	128
	Cầu chì tự động АЗК1М-20
	Dòng điện định mức (Inom): 20A; 
Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC-400Hz; 
Thời gian tác động quá tải: 5,0s - 30s (tại 2Inom); 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+60°C.

	129
	Cầu chì tự động АЗК1М-3
	Dòng điện định mức (Inom): 3A;
Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC (400Hz); 
Khả năng chịu quá tải: 1,5 Inom; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C

	130
	Cầu chì tự động АЗК1М-30
	Dòng điện định mức (Inom): 30A; 
Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC-400Hz; 
Dòng rò cách điện: <2mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+60°C; 
Khả năng chịu rung tần số: 5 - 300Hz

	131
	Cầu chì tự động АЗК1М-5
	Dòng điện định mức (Inom): 5A; 
Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC-400Hz; 
Độ sụt áp tại tiếp điểm (ΔU): <150mV; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+60°C; 
Áp suất vận hành tối thiểu: 121 mmHg

	132
	Cầu chì tự động АЗК1М-50
	Dòng điện định mức (Inom): 50A; 
Điện áp định mức : 27VDC; 
Cơ chế bảo vệ: Nhiệt và Từ tính; 
Độ bền cơ học: Chịu gia tốc đến 10g; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C

	133
	Cầu chì tự động АЗК1М-7,5
	Dòng điện định mức (Inom): 7,5A; 
Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC (400Hz); 
Độ sụt áp trên tiếp điểm: ≤ 150mV; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C

	134
	Cầu chì tự động АЗК3-10
	 Dòng điện định mức (Inom): 10A mỗi pha; 
Điện áp định mức : 200VAC (400Hz); 
Bảo vệ quá tải đồng thời 3 pha; 
Trọng lượng: ≤ 100g; Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C

	135
	Cầu chì tự động АЗК3-15
	Dòng điện định mức (Inom): 15A mỗi pha;
Điện áp định mức : 200VAC (400Hz); 
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch: ≥ 300A; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C

	136
	Cầu chì tự động АЗК3-2
	Aptomat hàng không 3 pha dòng nhỏ; 
Dòng điện định mức (Inom): 2A mỗi pha; 
Điện áp định mức : 200VAC (400Hz); 
Thời gian phản hồi nhiệt: 10-40s (tại 1,5 Inom);
Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C

	137
	Cầu chì tự động АЗК3-25
	Dòng điện định mức (Inom): 25A mỗi pha;
Điện áp định mức : 200VAC (400Hz); 
Số cực bảo vệ: 3 cực; Cơ chế giải phóng: Tự do;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C

	138
	Cầu chì tự động АЗК3-5
	 Dòng điện định mức (Inom): 5A mỗi pha; 
Điện áp định mức : 200VAC (400Hz); 
Điện trở tiếp điểm ban đầu: ≤ 0,02 Ohm; 
Trọng lượng nhẹ: 95g; Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C

	139
	Cầu chì tự động АЗК3-7,5
	 Dòng điện định mức (Inom): 7,5A mỗi pha; 
Điện áp định mức : 200VAC (400Hz); 
Sai số dòng tác động nhiệt: ±10%;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C

	140
	Chổi than mô tơ điện Д14ТФ ЭГ14
(25х50х64 mm)
	Chổi than Graphite máy điện DC; 
Kích thước: 25x50x64 mm; 
Mật độ dòng (j): 12 A/cm2; 
Tốc độ trượt (v): 45 m/s;

	141
	Chổi than mô tơ điện ДЕ1Т6 ЭГ61АИ
(8X10X25 mm)
	Chổi than Graphite tẩm kim loại; 
Kích thước: 8x10x25 mm; 
Mật độ dòng (j): 15 A/cm2; 
Tốc độ trượt (v): 60 m/s; 
Độ sụt áp (ΔU): 1,0 đến 2,0 V

	142
	Chuyển mạch П2Г-3 3П4НВ
	điện áp hoạt động: 30-220 V
Điện trở tiếp điểm: ≤0,05Om; 
Độ bền cách điện: 1000 V; 
Điện trở cách điện:≥ 1000MOm;
Công suất chuyển mạch tối đa là 60 W.

	143
	Chuyển mạch ПГ2-5-12П1НВ
	Công tắc xoay chính xác tiếp điểm bạc; 
Số vị trí (Pos): 12; Số tầng (Wafers): 1; 
Dòng điện định mức (Inom): 0,5 A;
 Điện áp định mức : 250 V; 
Độ bền cách điện: 1000 Vrms

	144
	Chuyển mạch ПГ2-5-12П1НВК
	Chuyển mạch quay hàng không; 
Cấu hình: 12 vị trí/1 cực; 
Điện áp : 250 V; 
Dòng định mức (Inom): 0,5 A.

	145
	Chuyển mạch ПГ2-7-12П3НВ
	Chuyển mạch quay hàng không; 
Cấu hình: 12 vị trí/3 cực; 
Công suất ngắt (P): 60 W;
Nhiệt độ: -60 đến +100°C

	146
	Chuyển mạch ПГ3-11П2НВ
	Số vị trí: 11; Số tầng: 2; 
Công suất chuyển mạch tối đa: 60 W; 
Dải nhiệt độ: -60,,,+125 °C;
Trở kháng tiếp điểm: <0,01 Ω

	147
	Chuyển mạch ПГ3-3П3НВ
	Công tắc xoay kín khí tầng gốm;
Số vị trí (Pos): 3; Số tầng (Wafers): 3;
Điện áp hoạt động: 220 V;
Điện trở cách điện ở 35°C: 1000 MΩ.

	148
	Chuyển mạch ПГ3-5П2НВ
	Công tắc xoay tầng loại nhỏ; 
Dòng điện định mức (Inom): 0,5 A; 
Số vị trí (Pos): 5; Số cực (Poles): 2; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +85°C.

	149
	Chuyển mạch ПГ3-5П4НВ
	Công tắc xoay kín khí tầng gốm; 
Số vị trí (Pos): 5; Số tầng (Wafers): 4; 
Công suất chuyển mạch: 60 W.

	150
	Công tắc 2ВГ-15К-2С
	Công tắc gạt hai cực kín khí; 
Dòng điện định mức (Inom): 15 A; 
Điện áp định mức : 27 V; 
Độ bền điện môi (Uiso): 500 V; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C.

	151
	Công tắc 2ВМ
	Dòng điện định mức, ở tải cảm ứng : 3A;
Điện áp, V: 27;
Dòng định mức:  
   + với tải trọng hoạt động : 3A;
   + với tải cảm ứng: 5A;

	152
	Công tắc 2ВМ-С
	Điện áp định mức : 27 V DC; 
Dòng điện định mức (Inom): 2,0 A; 
Áp suất vận hành (Pmin): 1,3x10⁻⁴ Pa; 
Độ kín khí: 1,33x10⁻⁶ Pa,cm³/s; 
Dải nhiệt độ: -60,,,+125 °C

	153
	Công tắc 2ПНГ-15К
	điện áp hoạt động 27V; 
Dòng chuyển mạch: 0,1 - 15A (tải thường), 0,1-7A (tải từ tính); 
Giáng áp: ≤180; 
nhiệt độ môi trường: -60..+60°C

	154
	Công tắc 2ППВН
	Công tắc gạt hai vị trí chống ẩm; 
Số cực: 2 cực đảo (DPDT); 
Dòng điện định mức (Inom): 10,0 A; 
Điện áp định mức : 30 V DC;
Dải nhiệt độ: -60,,,+125 °C

	155
	Công tắc 2ППГ-15К-2С
	Được thiết kế để chuyển mạch điện một chiều ở điện áp đến 30 V, cường độ dòng điện ≤ 15 A.
Điện áp hiệu dụng, 27 V;
Dòng chuyển mạch;  
    với tải trọng hoạt động  0,1-15 A;
    với tải cảm  0,1 - 7 A;

	156
	Công tắc 2ППМ
	Công tắc gạt mini hai vị trí hiện đại hóa;
Số cực: 2; Dòng điện định mức (Inom): 2,0 A;
Điện áp định mức : 27 V DC; 
 Tần số rung: 2500 Hz.

	157
	Công tắc 2ППНТК
	Công tắc gạt ba vị trí chịu nhiệt có đèn (K);
Chế độ: ON-OFF-ON;
Dòng điện định mức (Inom): 15,0 A;
Dải nhiệt độ: -60,,,+150 °C;
Điện áp nguồn sáng tích hợp: 5,5 V.

	158
	Công tắc 3ППМ
	Công tắc gạt ba cực đảo mini;
Số cực: 3 cực đảo (3PDT);
Dòng điện định mức (Inom): 2,0 A;
Điện áp định mức : 30 V DC.

	159
	Công tắc 3ППМ-С
	Công tắc gạt ba cực đảo mini vỏ kín; 
Số cực: 3; Chân hàn mạ bạc
Dòng điện định mức (Inom): 2,0 A; 
Độ kín vỏ: Tuyệt đối (Kín khí); 
Dải nhiệt độ: -60,,,+125 °C;

	160
	Công tắc ВГ-15-2С
	Điện áp, V : 27;
Dòng chuyển mạch, A:  
   + ở tải hoạt động:  0,1 15;
   + với tải cảm:  0,1 7;
Điện áp rơi ở các đầu cuối, mV: ≤  180;

	161
	Công tắc ВГ-15К-2С
	U= 27V; 
Dòng chuyển mạch: 0,1..5A(tải thường), 0,1..3A( tải từ tính); 
Giáng áp≤200 mV; 
Nhiệt độ môi trường: -60.. +60°C;

	162
	Công tắc ВМ
	Công tắc hành trình mini tiêu chuẩn; 
Kiểu tiếp điểm: Đổi hướng; 
Dòng điện định mức (Inom): 2,0 A; 
Điện áp định mức : 27 V DC; 
Hành trình làm việc: 0,8 mm.

	163
	Công tắc ВМ-С
	Công tắc hành trình mini vỏ thép kín;
Dòng điện định mức (Inom): 2,0 A;
Điện áp định mức : 27 V DC;
Áp suất vận hành (Pmin): 1,3x10⁻⁴ Pa;
Dải nhiệt độ: -60,,,+125 °C.

	164
	Công tắc ВНГ-15К
	Điện áp, V  27;
Dòng chuyển mạch, A:  
    với tải hoạt động  0,115 A
    với tải cảm  0,17 A
Giảm điện áp trên đầu ra không còn  180 mV

	165
	Công tắc ВНМ
	Công tắc gạt hiện đại hóa vỏ nhựa; 
Dòng điện định mức (Inom): 5,0 A; 
Điện áp định mức : 30 V DC; 
Kiểu gạt: 2 vị trí; Dải nhiệt độ: -60,,,+85 °C.

	166
	Công tắc ЗППГ-15К
	Công tắc gạt ba cực kín khí (K); Số cực: 3;
Dòng điện định mức (Inom): 15,0 A mỗi cực;
Điện áp định mức : 27 V DC;
Tần số cộng hưởng: 2000 Hz.

	167
	Công tắc КМД1-1
	Điện trở tiếp điểm: ≤0,05Om; 
Độ bền cách điện: 1100 V; 
Điện trở cách điện:≥ 750MOm;
Điện áp nguồn: 0,5..30V (một chiều); 
Cường độ dòng điện: 0,0005..4 A;

	168
	Công tắc КМД2-1
	Nút nhấn kín nước chịu rung động mạnh;
Kiểu tiếp điểm: Đảo chiều;
Dòng điện định mức (Inom): 4,0 A;
Điện áp định mức : 30 V DC;
Tần số rung: 1-5000 Hz.

	169
	Công tắc МП-12
	Phạm vi chuyển mạch DC là từ 1 µA đến 0,5 A.
Dải điện áp hoạt động là từ 0,5 V đến 36 V.
Công suất chuyển đổi tối đa 18 W.

	170
	Công tắc МП-9В
	Công tắc hành trình siêu nhỏ; 
Điện áp định mức : 27 V DC;
Dòng điện định mức (Inom): 2,0 A;
Tần số rung: 2000 Hz.

	171
	Công tắc П1М10-4В
	Công tắc nhấn giữ bốn vị trí;
Số nhóm tiếp điểm: 4;
Dòng điện định mức (Inom): 2,0 A;
Điện áp định mức : 30 V DC.

	172
	Công tắc П1М9-1В
	Công tắc hành trình nhỏ; 
Điện áp : 27 V; 
Dòng định mức (Inom): 2,0 A; 
Lực nhấn: 4,9 đến 14,7 N;
Nhiệt độ: -60 đến +100°C

	173
	Công tắc П2НП
	Đối với dòng xoay chiều:
U=36V; f= 320-1050 Hz; 
Dòng chuyển mạch: 0,1..10A; 
Điện áp chuyển mạch: 115V 320..1050Hz;
Đối với dòng một chiều: U=27V; 
Dòng chuyển mạch: 0,1..15A (tải thuần), 0,1..7A (tải từ tính).

	174
	Công tắc П2Т-7
	Công tắc gạt đặc chủng chịu tải 2 cực; Số cực: 2; 
Dòng điện định mức (Inom): 6,0 A;
Điện áp định mức : 30 V DC;
Trở kháng tiếp điểm: <0,01 Ω

	175
	Công tắc П2Т-8
	Công tắc gạt đặc chủng chịu tải 3 cực; Số cực: 3;
Dòng điện định mức (Inom): 6,0 A;
Điện áp định mức : 30 V DC;
Độ bền cách điện: 1000 Vrms.

	176
	Công tắc П3П
	Nút nhấn chuyển đổi ba nhóm tiếp điểm;
Số nhóm cực: 3;
Dòng điện định mức (Inom): 1,0 A;
Điện áp định mức : 30 V DC;
 Lực nhấn: 12 ± 3 N.

	177
	Công tắc П4ПНГ-15К
	Điện áp, V  27;
Dòng điện chuyển mạch, A:  
 - có tải hoạt động  0,1-15;
 - có tải cảm ứng  0,1-7;

	178
	Công tắc ПДМ1-1М
	Dòng điện một chiều và xoay chiều ở điện áp ≤ 250 V
Cường độ dòng điện đến 4,0 A
 Độ bền điện môi của cách điện 1130 V
 Điện trở cách điện, MΩ, ≥  1000
 Lực chuyển mạch, N 18.6-2.45

	179
	Công tắc ПМ24-2В
	Công tắc gạt hai vị trí chuyên dụng; Số cực: 2;
Dòng điện định mức (Inom): 4,0 A;
Điện áp định mức : 30 V DC;
Tần số rung: 2500 Hz.

	180
	Công tắc ПНГ-15К-2С
	Công tắc gạt chuyển mạch có đèn nền;
Dòng điện định mức (Inom): 15 A;
Điện áp định mức : 27 V;
Hệ thống chiếu sáng (Light): 2S;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C.

	181
	Công tắc ПНМ
	Công tắc gạt hiện đại hóa vỏ nhựa; 
Kiểu tiếp điểm: SPST; 
Dòng định mức: 5A; 
Điện áp: 30V DC.

	182
	Công tắc ППГ-15К-2С
	Điện áp, V: 27;
Dòng chuyển mạch, A:  
 + ở tải hoạt động :  0,1 15;
 + với tải cảm : 0,1 7;
Điện áp rơi ở các đầu cuối, mV: ≤  180;

	183
	Công tắc ППМ-С
	Công tắc gạt mini vỏ thép kín; 
Kiểu tiếp điểm: DPDT; 
Dòng định mức: 2A; 
Điện áp: 27V DC.

	184
	Công tắc ППНГ-15К
	điện áp hoạt động 27V; 
Dòng chuyển mạch: 0,115A (tải thường), 0,1-7A (tải từ tính); 
Giáng áp: ≤180; 
nhiệt độ môi trường: -60..+60°C

	185
	Công tắc ППНМ
	Công tắc gạt hiện đại hóa hai cực;
Dòng định mức: 2A;
Điện áp: 27V DC;
Dải nhiệt độ vận hành rộng: -60,,,+125°C

	186
	Công tắc ПТ8-1В
	Điện trở tiếp điểm: ≤0,02 Om; 
Độ bền cách điện: 1130V; 
Điện trở cách điện: ≥1000 MOm; 
Lực đóng ngắt: 2,45..11,8N;  

	187
	Công tắc ПТ8-4В
	Công tắc gạt hai cực (Mã 4); 
Dòng điện định mức (Inom): 5,0 A; 
Điện áp định mức : 27 V;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +100°C.

	188
	Công tắc ПТ8-7В
	Công tắc gạt hai cực (Mã 7); 
Dòng điện định mức (Inom): 5,0 A; 
Điện áp định mức : 27 V; 
Số cực (Poles): 2; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +100°C.

	189
	Công tắc ПТ8-8В
	Điện trở cách điện ≤ 1000 MOhm
Điện trở tiếp xúc không quá 0,02 Ohm
 Lực chuyển mạch từ 2,45 đến 11,8 N
Độ bền điện của vật liệu cách điện 1130 V

	190
	Công tắc  Д711
	Điện áp nguồn xoay chiều: 15..220V 400..1000Hz; 
Dòng chuyển mạch: 0,2..3A (tải thuần), 0,2..1,5 A (tải từ tính); 
Đối với dòng một chiều: Điện áp nguồn: 15..30V; 
Dòng chuyển mạch: 0,2..8A (tải thuần), 0,2..3 A (tải từ tính); 

	191
	Công tắc nhạy 2Д701
	Mạch xoay chiều: Điện áp 15-220V
 Mạch một chiều: Điện áp 15-30V. 
Sụt áp trên các đầu ra ≤ 260 mV.
 Nhiệt độ làm việc từ âm 60 đến +60 oC,
 khối lượng: ≤ 18,5 g.

	192
	Công tắc nhạy В601-2С
	Điện áp làm việc 27V; 
Dòng điện định mức: 2,5A; 
Kích thước, mm  35х11х23

	193
	Công tắc nhạy В622АГ
	Công tắc hành trình kín nước tiếp điểm bạc; 
Dòng điện định mức (Inom): 5,0 A; 
Điện áp định mức : 220 V AC / 30 V DC; 
Vật liệu tiếp điểm: Ag (Bạc nguyên chất);
Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67.

	194
	Công tắc nhạy Д721Т
	Công tắc micro chịu nhiệt nhiệt đới hóa;
Dòng điện định mức (Inom): 10 A;
Điện áp định mức : 27 V;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +100°C.

	195
	Công tắc tơ ТКД103ДОДГ
	Cường độ dòng điện hiệu dụng: 10A; 
Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; 
Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; 
Cường độ dòng điện qua các tiếp điểm: 1-10A; 
Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; 
Số cặp tiếp điểm thường mở:3;

	196
	Công tắc tơ ТКД133ОДЛ
	Cường độ dòng điện hiệu dụng: 10A; 
Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; 
Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; 
Cường độ dòng điện qua các tiếp điểm: 1-10A; 
Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; 
Số cặp tiếp điểm thường mở:3;

	197
	Công tắc tơ ТКД201ОДГ
	Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; 
Cường độ dòng điện trên tiếp điểm: 50A; 
Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; 
Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; 
Số cặp tiếp điểm thường mở:1; 
Dải điện áp làm việc: một chiều 16..30V, xoay chiều 20-220V 360-1100Hz;

	198
	Công tắc tơ ТКД202ОДГ
	Công tắc tơ điện từ hàng không;
Tiếp điểm: 2 thường mở;
Dòng định mức (Inom): 20 A;
Điện áp định mức : 27 VDC;
Tần số đóng cắt: 2 lần/phút;
Vỏ kín khí hoàn toàn

	199
	Công tắc tơ ТКД501ДОДГ
	Hiệu điện thế trên cuôn dây: 27V;
Cường độ dòng điện chuyển mạch: 50A;
Số cặp tiếp điểm thường đóng: 0;
Số cặp tiếp điểm thường mở: 1;
Dải điện áp làm việc: một chiều 24..30V, xoay chiều 110..210V 360..1100 Hz

	200
	Công tắc tơ ТКД501ОДЛ
	Công tắc tơ điện từ hàng không; 
Tiếp điểm: 1 thường mở; 
Dòng định mức (Inom): 50 A; 
Điện áp định mức : 27 VDC;
Nhiệt độ: -60 đến +85°C

	201
	Công tắc tơ ТКД511ОДЛ
	Công tắc tơ điện từ hàng không; 
Tiếp điểm: 1 thường mở + 1 phụ; 
Dòng định mức (Inom): 50 A; 
Điện áp định mức : 27 VDC;
Nhiệt độ: -60 đến +85°C

	202
	Công tắc tơ ТКД533ОДЛ
	Điện áp định mức 27V.
Dải điện áp trong mạch điều khiển DC, V2 4-29.4;
Dải điện áp chuyển mạch DC, V 24-29.4;
Dải điện áp chuyển mạch AC 360-1100Hz.

	203
	Công tắc tơ ТКС101ОДЛ
	Dòng tải quy định của công tắc tơ: 100A; 
Dòng tiêu thụ cuộn dây ở điện áp tiêu chuẩn (≤): 0,34A; 
Điện áp làm việc (≤) ở trạng thái lạnh 14,5V, ở trạng thái nóng 18V; 
Điện áp ngắt (≤) ở trạng thái lạnh 5V, ở trạng thái nóng 6,5V;

	204
	Công tắc tơ ТКС111ОДЛ
	Công tắc tơ điện từ hàng không;
Tiếp điểm: 1 thường mở + 1 phụ;
Dòng định mức (Inom): 100 A;
Điện áp định mức : 27 VDC;
Nhiệt độ: -60 đến +85°C.

	205
	Công tắc tơ ТКС133ОДЛ
	Hiệu điện thế trên cuộn dây: 27V;
Cường độ dòng điện chuyển mạch: 100A; 
Số cặp tiếp điểm thường đóng: 3;
Số cặp tiếp điểm thường mở:3;
Dải điện áp làm việc: một chiều 24..30V, xoay chiều 110..210V; 

	206
	Công tắc tơ ТКС201ОДЛ
	Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; 
Cường độ dòng điện trên tiếp điểm: 50A; 
Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; 
Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; 
Số cặp tiếp điểm thường mở:2; 
Dải điện áp làm việc: một chiều 24..30V, xoay chiều 110-210V 320-1100Hz;

	207
	Cuộn cảm Д208В
	● Độ tự cảm ở dòng điện định mức ...... từ 0,00015 đến 5 H; 
● Dòng điện phân cực định mức ...... từ 0,05 đến 50 A; 
● Điện áp biến đổi ...... lên đến 100 V

	208
	Cuộn cảm ДМ-0,6-60В
	Độ tự cảm ở dòng định mức  từ 1 đến 60 μH;
Cường độ dòng điện từ 0,6 A;
Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %;

	209
	Cuộn chặn ДМ-0,1-125В
	Độ tự cảm ở dòng định mức  từ 1 đến 125 μH;
Cường độ dòng điện từ 0,1 A;
Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %;

	210
	Cuộn chặn ДМ-0,1-200
	Độ tự cảm ở dòng định mức  từ 1 đến 200 μH;
Cường độ dòng điện từ 0,1 A;

	211
	Cuộn chặn ДМ-0,1-200±5%
	Độ tự cảm ở dòng định mức  từ 1 đến 200 μH;
Cường độ dòng điện từ 0,1 A;
Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %;

	212
	Cuộn chặn ДМ-0,1-50
	Độ tự cảm ở dòng định mức  từ 1 đến 50 μH;
Cường độ dòng điện từ 0,1 A;

	213
	Cuộn chặn ДМ-0,6-50
	Độ tự cảm ở dòng định mức  từ 1 đến 50 μH;
Cường độ dòng điện từ 0,6 A;

	214
	Cuộn chặn ДМ-0,6-60±5%
	Độ tự cảm ở dòng định mức  từ 1 đến 60 μH;
Cường độ dòng điện từ 0,6 A;
Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %;

	215
	Cuộn chặn ДМ-2,4-20
	Độ tự cảm ở dòng định mức  từ 1 đến 20 μH;
Cường độ dòng điện từ 2,4 A;
Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %;

	216
	Cuộn dây cao tần ДМ-0,1-500В
	Cuộn chặn hiện đại hóa thu nhỏ bọc kín; 
Độ tự cảm (L): 500,0µH; 
Dòng định mức (Inom): 0,1A;
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C

	217
	Đi ốt 2А203Б
	Điện dung danh định tại 5V (Ct): 0,7pF đến 1,1pF;
Điện áp ngược tối đa (Urev): 10V;
 Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C,

	218
	Đi ốt 2Д102А
	Điện áp ngược không đổi tối đa: 50 V; 
Dòng chuyển tiếp tối đa: 30 mA; 
Dòng ngược không đổi: ≤ 10 µA

	219
	Đi ốt 2Д103А
	Điện áp ngược không đổi tối đa: 75 V; 
Dòng chuyển tiếp tối đa: 50 mA; 
Dòng ngược không đổi: ≤ 100 µA

	220
	Đi ốt 2Д106А
	Điện áp : 100V
Dòng lớn nhất: 3A 
Tần số làm việc của điốt: 1 kHz
Điện áp thuận 1 chiều: ≤ 1V khi Iпр 300mA

	221
	Đi ốt 2Д212А
	Điện áp ngược 1 chiều lớn nhất: 200 V;
Dòng thuận lớn nhất: 1 A
Tần số làm việc; 100 kHz;
Điện áp thuận 1 chiều: ≤ 1V khi Iпр 1 A;

	222
	Đi ốt 2Д212Б
	Điện áp ngược 1 chiều lớn nhất: 200 V;
Dòng thuận lớn nhất: 1 A
Tần số làm việc; 100 kHz;
Điện áp thuận 1 chiều: ≤ 1V khi Iпр 1 A;

	223
	Đi ốt 2Д288ИС
	Điện áp ngược cực đại (Urev max): 400V; 
Dòng điện thuận trung bình (If av): 30A; 
Điện áp thuận (Uf): < 1,5V;
Dòng điện xung đỉnh (Ifp): 100A;

	224
	Đi ốt 2Д2997А
	Điện áp ngược cực đại (Urrm): 200V; 
Dòng điện thuận định mức (If av): 30A; 
Sụt áp thuận (Uf): ≤ 1,4V; 
Vỏ nhôm tản nhiệt chuyên dụng hàng không.

	225
	Đi ốt 2Д2999А
	Diode Schottky xung cực nhanh công suất; 
Điện áp ngược cực đại (Urev max): 45V; 
Dòng điện thuận trung bình (If av): 20A; 
Điện áp thuận (Uf): < 0,6V

	226
	Đi ốt 2Д510А
	Điện áp ngược trực tiếp tối đa: 50 V;
Dòng chuyển tiếp tối đa: 200 mA;
Điện áp chuyển tiếp DC: ≤ 1,1 V ở 0,2 A Inp;
Dòng ngược không đổi: ≤ 5 μA tại Uobr 50 V;

	227
	Đi ốt 2Д522Б
	Phạm vị nhiệt độ hoạt động: -60 ºC đến +125 ºC  
 Điện áp ngược : 50V 
 Dòng chuyển tiếp tối đa: 100 mA

	228
	Đi ốt 2Д906А
	Điện áp ngược không đổi tối đa: 75 V; Inp max 
Dòng chuyển tiếp tối đa: 100 mA; 
Điện áp chuyển tiếp không đổi: ≤ 1 V ở Inp 50 mA;

	229
	Đi ốt 2Д908А
	Điện áp ngược không đổi lớn nhất: 50 V; 
Điện áp ngược xung tối đa: 60 V; 
Dòng chuyển tiếp tối đa: 200 mA; 
Dòng chuyển tiếp xung tối đa: 1,5 A; 

	230
	Đi ốt 2ДС627А
	Mảng đi ốt xung tích hợp (Cầu chỉnh lưu); 
Điện áp ngược cực đại (Urrm): 50V; 
Dòng điện thuận định mức (If av): 100 mA; 
Công suất tiêu tán (P): 0,3W

	231
	Đi ốt 2ДС628А
	Cặp Diode Silicon xung (Common Cathode); 
Điện áp ngược cực đại (Urev max): 150V;
Dòng thuận trung bình mỗi nhánh (If av): 100mA;
 Điện áp thuận (Uf): < 1,1V.

	232
	Đi ốt 2С133А
	Đi ốt ổn áp (Zener) Silic độ chính xác cao; 
Điện áp ổn định (Uz): 3,3V; 
Dòng ổn định định mức (Iz): 10 mA; 
Công suất tiêu tán (Pmax): 0,3W

	233
	Đi ốt 2С147А
	Điện áp ổn định (Uz): 4,7V; 
Dòng ổn định (Iz): 3mA đến 58mA; 
Điện trở động (Rz): < 70 Ohm; 
Công suất tiêu tán (Pd): 300mW.

	234
	Đi ốt 2С175Ж
	Điện áp ổn định danh định: 6,8 V ở dòng điện 10 mA;
 Điện áp thuận không đổi: 1 V tại Iст 50 mA; 
Điện trở vi sai: 28Ω

	235
	Đi ốt 2С182Ж
	Dải điện áp ổn định: 7.8... 8.7 V;
Dòng ổn định tối thiểu cho phép: 0,5 mA;
Dòng ổn định tối đa cho phép: 15 mA;
Cho phép tối đa hiệu suất tiêu thụ trên diode zener: 0,125 W;

	236
	Đi ốt 2С210Ж
	Điện áp ổn định (Uz): 10V; 
Dòng ổn định (Iz): 1mA đến 25mA; 
Điện trở động (Rz): < 35 Ohm;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C,

	237
	Đi ốt 2С212Ж
	Điện áp ổn định danh nghĩa: 12 V ở dòng điện 4 mA;
- Khoảng điện áp ổn định: 11.4-12.6 V;
- Dòng điện ổn định tối đa: 13 mA;
- Công suất tiêu tán: 0.125 W;

	238
	Đi ốt 2С212Ц
	Điện áp ổn định danh nghĩa: 12 V ở dòng điện 4 mA;
- Khoảng điện áp ổn định: 11.4-12.6 V;
- Dòng điện ổn định tối đa: 13 mA;
- Công suất tiêu tán: 0.125 W;

	239
	Đi ốt 2С213Ж
	Diode Zener Silicon ổn áp nhiễu thấp; Điện áp ổn định (Uz): 13V; Dòng ổn định (Iz): 1mA đến 18mA; Điện trở động (Rz): < 60 Ohm; Công suất tiêu tán (Pd): 250mW; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C,

	240
	Đi ốt 2С433А
	Điện áp ổn định định mức: 3,3 V ở dòng điện 60 mA;
Ổn định điện áp trải rộng: 2,97... 3,63 V;
Điện trở vi sai đi-ốt Zener: 14 Ohm tại dòng điện 30 mA;
Công suất tiêu thụ tối đa cho phép: 1 W;

	241
	Đi ốt 2С468А
	Điện áp ổn định danh định: 6,8 V
Dòng ổn định tối đa: 142 mA; 
Công suất tiêu tán: 1 W; 

	242
	Đi ốt 2С482А
	Điện áp ổn định (Uz): 8,2V; 
Dòng ổn định cực đại (Iz max): 550mA; 
Điện trở động (Rz): < 4 Ohm; 
Công suất tiêu tán (Pd): 5W

	243
	Đi ốt 2С510А
	Điện áp ổn định định mức: 10 V ở dòng điện 5 mA;
Ổn định điện áp trải rộng: 9... 11 V;
Điện trở vi sai đi-ốt Zener: 200 Ohm tại dòng điện 1 mA;
Công suất tiêu thụ tối đa cho phép: 1 W;

	244
	Đi ốt 2С515А
	Điện áp ổn định danh định: 15 V
Dòng điện ổn định tối đa cho phép: 53 mA;
Công suất tiêu tán tối đa cho phép: 1 W;

	245
	Đi ốt 30Д129А
	Điện áp ngược cực đại (Urev max): 200V; 
Dòng thuận trung bình (If av): 1A; 
Thời gian hồi phục ngược (trr): < 100ns; 
Điện áp thuận (Uf): < 1,2V

	246
	Đi ốt 6Д16Д-Р
	Kích thước tổng thể:
 - chiều cao đèn - 29 mm;   
 - đường kính đèn - 7,5 mm. 
Trọng lượng không quá 3,5 g . 
Thời gian hoạt động tối thiểu - 500 giờ.

	247
	Đi ốt В7-200
	Điện áp ngược cực đại (Urev max): 2000V; 
Dòng thuận trung bình (If av): 200mA;
Điện áp thuận (Uf): < 3V;
Dòng ngược (Irev): < 20uA.

	248
	Đi ốt Д106А
	Điện áp ngược cực đại (Urev max): 100V; 
Dòng thuận trung bình (If av): 300mA; 
Điện áp thuận (Uf): < 1,1V; 
Dòng ngược (Irev): < 10uA.

	249
	Đi ốt Д202В
	Điện áp ngược cực đại (Urev max): 50V; 
Dòng thuận trung bình (If av): 5A; 
Điện áp thuận (Uf): < 1,5V; 
Tần số cực đại: 1,2kHz.

	250
	Đi ốt Д223А
	Điện áp ngược cực đại (Ur max): 100V; 
Dòng điện thuận định mức (If av): 50 mA; 
Sụt áp thuận (Uf): ≤ 1V; 
Dòng điện ngược (Ir): ≤ 1 µA.

	251
	Đi ốt Д237А
	Được thiết kế để chuyển đổi điện áp xoay chiều có tần số lên tới 1 kHz.
Điện áp ngược không đổi tối đa: 200 V;
Dòng chuyển tiếp tối đa: 300 mA;

	252
	Đi ốt Д237Б
	Được thiết kế để chuyển đổi điện áp xoay chiều có tần số lên tới 1 kHz.
Điện áp ngược không đổi tối đa: 200 V;
Dòng chuyển tiếp tối đa: 300 mA;

	253
	Đi ốt Д237В
	Được thiết kế để chuyển đổi điện áp xoay chiều có tần số lên tới 1 kHz.
Điện áp ngược không đổi tối đa: 200 V;
Dòng chuyển tiếp tối đa: 300 mA;

	254
	Đi ốt Д815Д
	Mục đích chính là để ổn định dải điện áp từ 5,6 V đến 18 V. 
Dòng ổn định có dải từ 25 mA đến 1,4 A.

	255
	Đi ốt Д818Д
	Điện áp danh định 9 V
Dòng ổn định tối thiểu: 3 mA;
Dòng ổn định tối đa: 33 mA;
Công suất : 0.3 W;

	256
	Đi ốt Д818Ж
	Điện áp ổn định danh định: 9 V ở dòng điện 10 mА;
Dải điện áp ổn định: 7,6 ... 10 V;
Dòng điện ổn định tối thiểu: 3 mА;
Dòng ổn định tối đa: 33 mА;

	257
	Đi ốt Д906
	Điện áp ngược cực đại (Urev): 10V; 
Dòng thuận trung bình (If av): 30mA; 
Thời gian hồi phục ngược (trr): < 4ns; 
Điện dung tổng (Ct): < 2pF.

	258
	Đi ốt quang 3Л107А
	Công suất bức xạ (Pe): > 10mW; 
Bước sóng đỉnh (lambda): 950nm; 
Dòng thuận (If): 100mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C,

	259
	Đi ốt quang 3Л129А
	Công suất bức xạ (Pe): > 5mW; 
Dòng thuận trung bình (If av): 50mA; 
Bước sóng (lambda): 940nm; 
Điện áp thuận (Uf): 1,7V

	260
	Đi ốt quang 3Л341А
	Màu của bức xạ (phát sáng): đỏ; 
Điện áp thuận không đổi: ≤ 2,8 V;
Dòng điện một chiều tối đa cho phép: 20 mA; 

	261
	Đi ốt quang 3Л341Б
	Màu phát sáng: đỏ;
Cường độ sáng lớn hơn 0,5cd/m2
Điện áp thuận 2,8V;
Đòng 1 chiều tối đa 22mA

	262
	Đi ốt quang 3Л341Г
	Màu phát sáng: xanh lục;
Cường độ sáng lớn hơn 0,5cd/m2
Điện áp thuận 2,8V;
Đòng 1 chiều tối đa 22mA

	263
	Điện trở ОМЛТ-2-18R
	Trị số (R): 18 Ω; 
Công suất (P): 2W; 
Điện áp (Umax): 750V;
Khả năng chịu xung: Cao.

	264
	Điện trở ОМЛТ-2-1R2
	Trị số (R): 1,2 Ω; 
Công suất (P): 2W; 
Điện áp (Umax): 750V; Sai số: ±10%; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C,

	265
	Điện trở ОМЛТ-2-2К0J
	Trị số (R): 2 kΩ; 
Công suất (P): 2W; Sai số ±5%; 
Điện áp (Umax): 750V; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C,

	266
	Điện trở ОМЛТ-2-5К1
	Trị số (R): 5,1 kΩ; 
Công suất (P): 2W; 
Điện áp (Umax): 750V; Sai số: ±5%; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C,

	267
	Điện trở С2-33-0,5-4,3КОM±5%-А-В-В
	Công suất (Pnom): 0,5W; 
Giá trị (Rnom): 4,3 kOhm; Sai số: ±5%; 
Dải nhiệt độ: -60 đến +155°C,

	268
	Điện trở С2-33-0,5-5,1КОM±5%-А-В-В
	Công suất (Pnom): 0,5W; 
Giá trị (Rnom): 5,1 kOhm; Sai số: ±5%;
Dải nhiệt độ: -60 đến +155°C,

	269
	Điện trở С2-33-0,5-5,6КОM±5%-А-В-В
	Công suất (Pnom): 0,5W; 
Giá trị (Rnom): 5,6 kOhm; Sai số: ±5%;
Dải nhiệt độ: -60 đến +155°C,

	270
	Điện trở С2-33Н-0,5-56Ω
	Công suất (Pnom): 0,5W; 
Giá trị (Rnom): 56 Ohm; Sai số tiêu chuẩn: ±10%; 
Dải nhiệt độ: -60 đến +125°C,

	271
	Điện trở С2-33Н-0,5-620Ω
	Công suất (Pnom): 0,5W; 
Giá trị (Rnom): 620 Ohm; Sai số tiêu chuẩn: ±10%; 
Điện áp hoạt động (Umax): 350V,

	272
	Điện trở С5-27В-82,7КОМ ± 5%
	Công suất (Pnom): 1W; 
Giá trị (Rnom): 82,7 kOhm; Sai số: ±5%; 
Dải nhiệt độ: -60 đến +155°C,

	273
	Điện trở С5-35В-10-200ОМ ± 10%
	Công suất (Pnom): 10W;
Giá trị (Rnom): 200 Ohm; Sai số: ±10%;
Dải nhiệt độ: -60 đến +155°C.

	274
	Điện trở С5-5В-1,1КΩ ± 0,05%
	Điện trở: 1,1 Ω; Sai số cho phép 0,05%; 
Công suất 1 W.
Nhiệt độ môi trường: -60..100°C;

	275
	Điện trở С5-5В-1,2КΩ ± 0,05%
	Điện trở: 1,2 Ω; Sai số cho phép 0,05%; 
Công suất 1 W.
Nhiệt độ môi trường: -60..100°C;

	276
	Điện trở С5-5В-1,6КΩ ± 0,05% 
	Điện trở: 1,6 Ω; Sai số cho phép 0,05%; 
Công suất 1 W.
Nhiệt độ môi trường: -60..100°C;

	277
	Điốt 2Д288АС
	Điện áp ngược (Urev): 100V; 
Dòng thuận (If): 300mA; 
Kiểu vỏ: Thủy tinh/Gốm siêu nhỏ; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C,

	278
	Điốt 2Д288ВС
	Điện áp ngược cực đại (Urev max): 200V; 
Dòng điện thuận trung bình (If av): 30A;
Điện áp thuận (Uf): < 1,5V; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +150°C,

	279
	Điốt 2Ц106Г
	Điện áp ổn định định mức: 25 V ở dòng điện 10 mA;
Dòng điện ổn định tối đa cho phép: 10 mA;
Trọng lượng trụ không quá 2,5 g.

	280
	Động cơ ДГМ-0,1Д
	Điện áp kích từ động cơ 36 V; 
Điện áp điều khiển động cơ: 18 V;
Công suất tối đa: 0,1 W;
Dòng điện kích từ động cơ khởi động, mA: 90;
Dòng điện điều khiển động cơ khởi động, mA: 70.

	281
	Động cơ ДПР-52-Н1-07А
	Mô tơ điện một chiều không lõi; 
Điện áp định mức : 27V; 
Tốc độ quay (n): 6000 rpm; 
Mô men xoắn (M): 9,8 mN,m; 
Dòng điện khởi động (Istart): 1,5A; 
Kiểu kết nối: Trục trơn 3mm,

	282
	Khuếch đại 6С2.032.014-01
	Khối khuếch đại chuyên dụng; 
Cấu trúc: Module đúc kín; 
Chống nhiễu điện từ (EMI): Cực cao; 
Dải nhiệt độ: -55°C đến +85°C,

	283
	Khuếch đại ДРM-АП.003
	Khối khuếch đại lái trong hệ thống lái tự động; 
Điện áp điều khiển đầu vào (Uin): 0 đến 10V; 
Thời gian đáp ứng (tr): 20 ms; 
Nguồn cấp: 28,5V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60 đến +70°C

	284
	Khuếch đại ДРM-ПФЧ-3 СЕР.2
	Bộ biến đổi pha - tần số; 
Tần số trung tâm (f0): 400 Hz; 
Độ nhạy pha (Sphi): 0,5V/độ; 
Điện áp nguồn: 36V AC;
Tiêu chuẩn hàng không: All-climate,

	285
	Khuếch đại УОС-7М-01
	Bộ khuếch đại phản hồi ổn định ; 
Sai số truyền dẫn: 0,1%; 
Thời gian thiết lập (ts): 10 ms; 
Nguồn cấp: 27V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -55 đến +125°C

	286
	Khuếch đại УСС-2-02
	Dòng tiêu thụ:≤40 mA; 
Điện áp lớn nhất ở đầu ra: 5 V;
Điện áp nguồn: 27V 

	287
	LED 7 đoạn 3ЛС324Б1
	Màn hình LED 7 đoạn; 
Màu sắc hiển thị: Đỏ; 
Cường độ sáng đoạn (Iv): 0,15 mcd; 
Dòng điện đoạn (If): 10 mA;
Điện áp thuận (Vf): 2,0 V; Cấu tạo: 14 chân DIP

	288
	LED 7 đoạn 3ЛС338Б2
	Hiển thị LED 7 đoạn ánh sáng đỏ vỏ nhựa; 
Chiều cao ký tự (H): 7,5 mm; 
Điện áp thuận (Uf): 2,0V; 
Dòng điện định mức (If): 20 mA; 
Cường độ sáng (Iv): 1,0 mcd; 
Kiểu kết nối: Chân DIP,

	289
	LED 7 đoạn АЛС324Б1
	Hiển thị LED 7 đoạn độ sáng cao; 
Chiều cao ký tự (H): 7,5 mm; 
Điện áp thuận (Uf): 2,5V; 
Dòng điện mỗi phân đoạn (If): 10 mA; 
Bước sóng phát xạ (λ): 560 nm (xanh lục)

	290
	Ma trận điện trở 302НР1Г
	Ma trận điện trở 28 chân
điện áp đầu vào: < 10V tần số đến 500 kHz
Điện trở của các điện trở 9,212…10,788kΩ.
Điện trở cách điện ≥100MΩ.

	291
	Ma trận điện trở 313НР220
	ma trận điện trở 34 chân
loại vỏ: 4137.34-1
Phạm vi nhiệt độ hoạt động -60°С ÷ +125°С

	292
	Ma trận điện trở Б19-1-1-2К0Ј
	● Điện trở khối danh nghĩa: 2 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	293
	Ma trận điện trở Б19-1-1-5К1Ј
	● Điện trở khối danh nghĩa: 5 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	294
	Ma trận điện trở Б19-1-1-75RJ  
	● Điện trở khối danh nghĩa: 75 Ohm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	295
	Ma trận điện trở Б19-1-1-82RJ  
	● Điện trở khối danh nghĩa: 82 Ohm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	296
	Ma trận điện trở Б19-1-1-К56Ј
	● Điện trở khối danh nghĩa: 56 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	297
	Ma trận điện trở Б19-3-3-1кОм
	● Điện trở khối danh nghĩa: 1,0 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 3 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	298
	Ma trận điện trở Б19К-1-1-1К5К
	● Điện trở khối danh nghĩa: 1,5 KOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	299
	Ma trận điện trở Б19К-1-1-1КΩ
	● Điện trở khối danh nghĩa: 1 KOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	300
	Ma trận điện trở Б19К-1-1-2К0Ј
	● Điện trở khối danh nghĩa: 2 KOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	301
	Ma trận điện trở Б19К-1-3КОК
	● Điện trở khối danh nghĩa: 3 KOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	302
	Ma trận điện trở Б19К-2-10К
	● Điện trở khối danh nghĩa: 10 KOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	303
	Ma trận điện trở Б19К-2-1К6J
	● Điện trở khối danh nghĩa: 1,6 KOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	304
	Ma trận điện trở Б19К-3-1-1К0Ј
	● Điện trở khối danh nghĩa: 1,0 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	305
	Ma trận điện trở Б19К-3-1-К68Ј
	● Điện trở khối danh nghĩa: 68 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	306
	Ma trận điện trở Б19М-1-1-1Ком
	● Điện trở khối danh nghĩa: 1 KOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	307
	Ma trận điện trở Б19М-1-1-620Ом
	● Điện trở khối danh nghĩa: 620 Ohm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	308
	Ma trận điện trở Б19М-2-1К0J
	● Điện trở khối danh nghĩa: 1 KOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	309
	Mạch giữ chậm ЛЗЕ-2,0-600В
	Thông số kỹ thuật của dòng trễ LZT-2.0-600V-20:
Thời gian trễ  2 ms
Trở kháng  600 Ohm

	310
	Mô đun МДМ20-1В05МУ
	Bộ biến đổi nguồn DC/DC hiệu suất cao; 
Điện áp vào (Uin): 18 đến 36V; 
Điện áp ra (Uout): 5V DC; 
Công suất ra (Pout): 20W; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60 đến +125°C,

	311
	Nút ấn 2КНР
	Điện áp trong mạch tiếp điểm: 27
Dòng tải quy định, A:
+ Tải dương: 0,1-5;
+ Tải cảm ứng t ≤0,015s: 0,1-3.
Lực ấn nút, kG:
+ Khi làm việc chiều thuận: 0,6-2,1;

	312
	Nút ấn 2КР
	Điện áp  DC : 24 V đến 29,7 V.
Cường độ dòng điện:
+ với tải trọng hoạt động:  từ 0,05 A đến 5 A;
+ với tải cảm ứng : từ 0,05 A đến 3 A.

	313
	Nút ấn 4КНР
	Điện áp trong mạch tiếp điểm: 27;
Dòng tải quy định, A:
+ Tải dương: 0,1-5;
+ Tải cảm ứng t ≤0,015s: 0,1-3.
Lực ấn nút, kG
+ Khi làm việc chiều thuận: 0,6-2,1;

	314
	Nút ấn КЗР
	Điện áp, V: 27;
Dòng đóng cắt ở tải hoạt động, A :  0,05 đến  5;
Dòng điện chuyển mạch ở tải cảm ứng, А:  0,05 đến  3;
Điện áp rơi ở các cực, mV: ≤ 260;

	315
	Nút ấn КМ1-1В
	Điện trở tiếp điểm: ≤0,05Om; 
Độ bền cách điện: 1100 V; 
Điện trở cách điện:≥ 1000MOm; 
Lực đóng: 2,45..12,8N; 

	316
	Nút ấn КМ2-1В
	 Điện áp định mức: 30V DC; 
Dòng điện định mức: 1A; 
Lực nhấn định mức: 6,0 đến 15,0 N;

	317
	Nút ấn КНЗ
	Nguồn và điều khiển có điện áp DC lên đến 27V, 
Dòng điện lên đến 5A và chuyển đổi công suất lên tới 135W. 
Các nút bấm thực hiện chức năng bật, tắt 1-2 hướng và chuyển sang vị trí 1-8. 

	318
	Nút ấn КНР
	Được thiết kế để chuyển mạch mạch điện DC ở điện áp ≤ 30 V và dòng điện lên đến 5 A
Điện áp, V  27 (+2,4/-3,0);
Dòng điện chuyển mạch, A:
- với tải hoạt động  0,1 - 5;
- với tải cảm ứng  0,1 - 3;
Độ sụt áp tại các đầu cuối, mV, ≤  260;

	319
	Nút ấn КР
	Nút nhấn điều khiển hàng không; 
Điện áp : 250 V; 
Dòng định mức (Inom): 1,0 A; 
Lực nhấn: 9,8 N

	320
	Nút ấn МП5
	Công tắc hành trình siêu nhỏ; 
Điện áp định mức: 27V DC; 
Dòng tải định mức: 1A; 
Lực tác động: ≤ 2,5 N

	321
	Nút ấn ПКБ503
	Nút ấn điều khiển hệ thống lái; 
Điện áp định mức : 27V; 
Dòng điện tiếp điểm: 1,5A; 
Lực nhấn vận hành: 8 N;

	322
	Nút ấn ПКН557-2В
	Công tắc nút ấn hàng không siêu tin cậy; 
Điện áp định mức : 27V; 
Dòng điện (Inom): 2A; 
Khả năng chịu áp suất thấp: 0,67 kPa,

	323
	Nút ấn ПМ22-2В
	Công tắc nút ấn công suất nhỏ; 
Điện áp định mức : 27V; 
Dòng điện (Inom): 0,5A; 
Số nhóm tiếp điểm: 2

	324
	Rơ le РВ-1-0,8
	Rơ le thời gian điện cơ một kênh; 
Điện áp định mức : 27V; 
Dải trễ: 0,1s đến 0,4s; Sai số thời gian: ±10%; 
Dòng tiếp điểm (Inom): 5A; 
Số tiếp điểm: 1 chuyển đổi

	325
	Rơ le РПС-34Б
	Rơ le lưỡng ổn phân cực kín khí; 
Điện áp định mức : 12V (-01) hoặc 27V; 
Điện trở cuộn dây (R_coil): 160 Ohm hoặc 1000 Ohm; 
Dòng định mức (Inom): 2A; 
Tần số đóng ngắt tối đa: 50Hz

	326
	Rơ le РПС-34Б (РС4.520.243)
	Rơ le lưỡng ổn phân cực kín khí; 
Điện áp định mức : 12V (-01) hoặc 27V; 
Điện trở cuộn dây (R_coil): 160 Ohm hoặc 1000 Ohm; 
Dòng định mức (Inom): 2A; 
Tần số đóng ngắt tối đa: 50Hz

	327
	Rơ le РПС-42А
	Được thiết kế để chuyển mạch các mạch điện một chiều và xoay chiều với tần số lên đến 10.000 Hz.
Điện áp định mức 27 V
Điện trở cách điện : 200 MOhm.
Điện trở tiếp xúc : 0,38 Ohm.

	328
	Rơ le РПС-45Т
	Rơle kín, phân cực, lưỡng ổn định với hai vị trí điều chỉnh và hai tiếp điểm chuyển mạch. Điện áp định mức 27 V
Điện trở cách điện :
- giữa các phần tử dẫn điện và vỏ: 180 MOhm
- giữa các cuộn dây và vỏ: 300 MOhm

	329
	Rơ le РЭК-23
	Điện áp định mức 27 V
Điện trở cuộn dây 1.520 Ohm
Dòng điện ngắt 8.4 A

	330
	Rơ le РЭК-63В 029-04
	Điện trở cuộn dây, Ohm  1520 ... 2185;
Dòng kích hoạt, mA  8,4;
Điện áp làm việc, V  22 ... 36;

	331
	Rơ le РЭН-34
	Điện trở cuộn dây: 320 Ohm
Dòng điện gây ngắt: 40 mA
Điện áp chuyển mạch: 115 VAC;
Dòng điện chuyển mạch: 2 A

	332
	Rơ le РЭС-34
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27V;
Điện trở cuộn dây 535 - 725 Ohm;
Dòng điện hoạt động: 21mA;

	333
	Rơ le РЭС-43
	Công tắc sậy, hai vị trí, ổn định đơn, có hai tiếp điểm thường mở.
Chuyển đổi dòng điện lên tới 0,25 A ở điện áp ≤ 180 V
Nguồn điện từ nguồn điện áp DC, V 10; 12; 27; 48.
Loại vỏ nhựa, chống bụi và chống thấm nước.

	334
	Rơ le РЭС-47
	Rơle là loại kín, đơn ổn định, hai vị trí, có hai tiếp điểm chuyển mạch
Điện áp định mức 27 V
Điện trở cuộn dây : 585 - 747 Ohm.
Dòng điện ngắt : 23 mm.

	335
	Rơ le РЭС-48А(РС4.590.201)
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 600 ±60 Ohm;
Dòng điện hoạt động: 23 mA;
Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm.

	336
	Rơ le РЭС-48Б
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 600 ±60 Ohm;
Dòng điện hoạt động: 23 mA;
Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm.

	337
	Rơ le РЭС-48В(РС45.202-01)
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 600 ±60 Ohm;
Dòng điện hoạt động: 23 mA;
Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm.

	338
	Rơ le РЭС-49
	rơle kín, một vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 1580 - 2185 Ohm;
Dòng điện hoạt động: 8 mA;
Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm.

	339
	Rơ le РЭС-52Т
	Độ bền điện môi của cách điện giữa các phần tử V: 350
Độ bền điện môi của vỏ, V: 500
Sốc cơ học, tác động đơn với gia tốc, m / s 2 : 5000 
Sốc cơ học, tác động lặp đi lặp lại với gia tốc, m / s 2 (cú sốc): 750

	340
	Rơ le РЭС-52Т (РС4.555.021-01)
	Độ bền điện môi của cách điện giữa các phần tử V: 350
Độ bền điện môi của vỏ, V: 500
Sốc cơ học, tác động đơn với gia tốc, m / s 2 : 5000 
Sốc cơ học, tác động lặp đi lặp lại với gia tốc, m / s 2 (cú sốc): 750

	341
	Rơ le РЭС-54-011-01
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 4000 Ohm;
Dòng điện hoạt động: 12 mA;
Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm.

	342
	Rơ le РЭС-54-011-02
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 4000 Ohm;
Dòng điện hoạt động: 12 mA;
Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm.

	343
	Rơ le РЭС-60
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 1900 Ohm;
Dòng điện hoạt động: 8,4 mA;
Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm.

	344
	Rơ le РЭС-60 (0001)
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 1900 Ohm;
Dòng điện hoạt động: 8,4 mA;
Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm.

	345
	Rơ le РЭС-64А
	Rơ le lưỡi gà thu nhỏ chân cắm; 
Điện áp điều khiển: 5V; 
Điện trở tiếp điểm: ≤ 0,15 Ohm;
 Thời gian đóng: 0,5 ms; 
Công suất đóng ngắt: 5W

	346
	Rơ le РЭС-79
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 550 - 670 Ω Ohm;
Dòng điện hoạt động: 5 mA;
Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm.

	347
	Rơ le РЭС-80-1-Т
	Rơ le điện từ siêu nhỏ tần số cao UHF; 
Điện áp định mức : 27V; 
Dòng tiếp điểm (Inom): 0,5A; 
Dải tần số: lên đến 1000 MHz; 
Phiên bản T chịu nhiệt độ đến +125°C

	348
	Rơ le РЭС-90Т
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 600±60 Ω Ohm;
Dòng điện hoạt động: 22 mA;
Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm.

	349
	Rơ le ТКН-21П1ДГ
	Điện áp định mức trong mạch tiếp điểm là 27 V.
Dòng điện trong mạch tiếp điểm 0,001 A đến 0,25 A.
Dải điện áp trong mạch tiếp điểm:
- Điện áp DC - từ 0,2 V đến 30 V;
- Điện áp xoay chiều có tần số 400 Hz - từ 5 V đến 134 V.
Số cặp tiếp điểm chuyển mạch - 1.

	350
	Rơ le thời gian РВЭ3А(ЯЛ4.544.000-32)
	Rơ le điện từ thời gian chính xác cao; 
Điện áp định mức : 27V; 
Thời gian trễ (t_delay): 0,1s đến 10s (tùy chỉnh); 
Sai số thời gian: ±10%; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C

	351
	Rơle СПЕ-22ПОДГБ
	Rơ le điện từ kín khí công suất trung bình; 
Điện áp định mức : 27V; 
Dòng tiếp điểm (Inom): 10A; 
Số tiếp điểm: 2 tiếp điểm thường mở (2NO); 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +100°C,

	352
	Rơle ТКЕ-21ПОДГ
	Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27V; 
Điện áp tại các tiếp điểm mở, V: 
Dòng một chiều: 5-30V, dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 12-220V; Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2A; Điện áp làm việc (≤), V: 12,5V; Điện áp ngắt làm việc (≤), V: 6,5V

	353
	Rơle ТКЕ-22П1ГБ
	Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27;
Điện áp tại các tiếp điểm mở, V:
+ Dòng một chiều: 5-30 V;
+ Dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 12-220 V;
Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2;
Điện áp làm việc (≤), V: 18/15;
Điện trở cuộn dây rơ le khi t=20±50C, Ω: 25-300;

	354
	Rơle ТКЕ-24П1ГА
	Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27; 
Điện áp tại các tiếp điểm mở, V: 
Dòng một chiều: 5-30, dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 20-220; 
Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2; 
Điện áp làm việc (≤), V: 14,5; 

	355
	Rơle ТКЕ-24П1ГБ
	Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27; 
Điện áp tại các tiếp điểm mở, V: 
Dòng một chiều: 5-30, dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 20-220; 
Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2; 
Điện áp làm việc (≤), V: 14,5; 

	356
	Rơle ТКЕ-26П1ГА
	Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27; 
Dòng một chiều: 5-30, dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 20-220; 
Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2; 
Điện áp làm việc (≤), V: 18; Số mạch chuyển mạch, cái  6;

	357
	Rơle ТКЕ-26П1ГБ
	Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27; 
Dòng một chiều: 5-30, dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 20-220; 
Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2; 
Điện áp làm việc (≤), V: 18; Số mạch chuyển mạch, cái  6;

	358
	Rơle ТКЕ-52ПОДГБ
	Dải điện áp DC trong mạch tiếp xúc: 5-30 Volts 
Dải điện áp AC trong mạch tiếp xúc: 12-220 Volts 
Phạm vi dòng điện: 0,05-5 Ampe 
Dải điện áp mạch điều khiển DC: 24-30 Volts 
Số mạch chuyển mạch: 4

	359
	Rơle ТКЕ-54ПОДГБ
	Rơ le điện từ hàng không 4 kênh công suất; 
Điện áp định mức : 27V; 
Dòng tiếp điểm (Inom): 5A; 
Số tiếp điểm: 4 tiếp điểm chuyển đổi (4PDT) hoặc thường mở (4NO); 
 Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C,

	360
	Rơle ТКЕ-56ПОДГБ
	Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27;
Điện áp tại các tiếp điểm mở, V:
+ Dòng một chiều: 5-30 V;
Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 5;
Điện áp làm việc (≤), V: 16,5/12,5;

	361
	Tụ điện К10-17А-Н50-0,22МКΦ-В
	Điện dung: 0,22 µF; Sai số: +50%/-20%; 
Điện áp định mức : 50 V; 
Nhiệt độ: -55 đến +125°C

	362
	Tụ điện К10-17А-Н90-0,047МКΦ-В
	Điện dung: 0,047 µF; Sai số: +90%/-20%; 
Điện áp định mức : 50 V; 
Nhiệt độ: -55 đến +125°C.

	363
	Tụ điện К15-5470nФ±20%6,3кВ
	Điện dung: 470 nF; Sai số: ±20%; 
Điện áp định mức : 6300V (6,3 kV);
 Dải nhiệt độ: -40°C đến +85°C,

	364
	Tụ điện К50-29-100В-47МКФ
	 Điện áp định mức : 100V; 
Điện dung: 47 µF; Sai số: ±20%;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +85°C.

	365
	Tụ điện К50-29-450В-22МКФ
	Điện dung: 22 µF ±20%; 
Điện áp định mức : 450V
Dải nhiệt độ: -40°C đến +85°C

	366
	Tụ điện К50-29В-160В-47МКФ
	Điện dung danh định: 47 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 160 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	367
	Tụ điện К50-29В-63В-1000МКФ
	Điện áp hoạt động; 63 V.
Công suất danh định; 1000 µF.
Nhiệt độ hoạt động -60°C – +85°C

	368
	Tụ điện К50-29В-63В-100МКФ
	Điện dung: 100 µF; 
Sai số điện dung: ±20%
Điện áp định mức : 63V; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +85°C; 

	369
	Tụ điện К50-29В-63В-470МКФ
	Điện dung: 470 µF; 
Điện áp định mức : 63V; 
Tiêu chuẩn rung động: Mã B (Cường độ cao); 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +85°C; 
Trở kháng (Z) tại 100kHz: ≤ 0,2 Ohm

	370
	Tụ điện К52-1-16В-220МКФ
	Điện dung định mức: 220 µF; Sai số điện dung: ±20%
Điện áp định mức : 16V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C;

	371
	Tụ điện К52-1-16В-470МКФ
	Điện dung định mức: 470 µF; Sai số điện dung: ±20%
Điện áp định mức : 16V;
 Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C.

	372
	Tụ điện К52-11В-100В-68МКФ±10%
	 Điện dung: 68 µF; Sai số điện dung: ±10%
Điện áp định mức : 100V;
 Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C

	373
	Tụ điện К52-1-25В-150МКФ
	Điện dung định mức: 150 µF; Sai số điện dung: ±20%;
Điện áp định mức : 25V;  
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C

	374
	Tụ điện К52-1-25В-220МКФ
	Điện dung: 220 µF; Sai số điện dung: ±20%
Điện áp định mức : 25V; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C.

	375
	Tụ điện К52-1-25В-33МКФ±10%
	Điện dung: 33 µF; Sai số điện dung: ±10%; 
Điện áp định mức : 25V; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C.

	376
	Tụ điện К52-1-35В-22МКФ±10%
	Điện dung định mức: 22 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±10%; 
Điện áp định mức : 35V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C.

	377
	Tụ điện К52-1-50В-1,5МКФ
	Điện dung định mức: 1,5 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±20%;
Điện áp định mức : 50V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C.

	378
	Tụ điện К52-1-50В-100МКФ
	Điện dung định mức: 100 µF; Sai số điện dung: ±20%
Điện áp định mức : 50V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C.

	379
	Tụ điện К52-1-50В-150МКФ
	Điện dung định mức: 150 µF; Sai số điện dung: ±20%;
Điện áp định mức : 50V; 
 Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C.

	380
	Tụ điện К52-1-50В-15МКФ
	Điện dung định mức: 15 µF; Sai số điện dung: ±20%;
Điện áp định mức : 50V;  
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C.

	381
	Tụ điện К52-1-50В-68МКФ
	Điện dung định mức: 68 µF;  Sai số điện dung: ±20%;
Điện áp định mức : 50V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C.

	382
	Tụ điện К52-15В-50В-330МКФ±10%
	Điện dung định mức: 330 µF;  Sai số điện dung (ΔC): ±10%; 
Điện áp định mức : 50V;
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C.

	383
	Tụ điện К52-1-6,3В-680МКФ
	Điện dung định mức: 680 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±20%; 
Điện áp định mức : 6,3V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C.

	384
	Tụ điện К52-1-63В-47МКФ
	Điện dung định mức: 47 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±20%;
Điện áp định mức : 63V;
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C.

	385
	Tụ điện К52-1-70В-2,2МКФ±10%
	Điện dung định mức: 2,2 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±10%;
Điện áp định mức : 70V;
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C.

	386
	Tụ điện К52-1Б-100В-68МКФ±10%
	Điện dung định mức: 68 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±10%;
Điện áp định mức : 100V;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C.

	387
	Tụ điện К52-1Б-32В-10МКФ±10%
	Điện dung định mức: 10 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±10%; 
Điện áp định mức : 32V; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C.

	388
	Tụ điện К52-1Б-50В-150МКФ
	Điện dung định mức: 150 µF; Sai số điện dung: ±20%;
Điện áp định mức : 50V;  
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C.

	389
	Tụ điện К52-1БМ-16В-6,8МКФ
	Điện dung định mức: 6,8 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±20%; 
Điện áp định mức : 16V;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C.

	390
	Tụ điện К52-1БМ-25В-330МКФ±10%
	Điện dung danh định: 330 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 25 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	391
	Tụ điện К52-1БМ-32В-220МКФ±10%
	Điện dung danh định: 220 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 32 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	392
	Tụ điện К52-1БМ-50В-68МКФ
	Điện dung định mức: 68 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±20%;
Điện áp định mức : 50V; 
 Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C.

	393
	Tụ điện К52-1БМ-63В-100МКФ
	Điện dung định mức: 100 µF;  Sai số điện dung (ΔC): ±20%
Điện áp định mức : 63V;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C.

	394
	Tụ điện К52-1М-16В-22МКФ
	Điện dung định mức: 22 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±20%;
Điện áp định mức : 16V;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C.

	395
	Tụ điện К52-1М-35В-10МКФ
	Điện dung: 10 µF; Sai số (ΔC): ±20%;
Điện áp : 35V;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C.

	396
	Tụ điện К52-1М-70В-47МКФ
	Điện dung: 47 µF; Sai số (ΔC): ±20%; 
Điện áp : 70V;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C.

	397
	Tụ điện К52-2-50В-200МКФ±20%
	Điện dung: 200 µF; Sai số (ΔC): ±20%
Điện áp : 50V;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C.

	398
	Tụ điện К52-2-90В-100МКФ±10%
	Điện dung danh định: 100 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 90 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	399
	Tụ điện К52-2-90В-10МКФ±10%
	Điện dung định mức: 10 µF; Sai số điện dung: ±10%
Điện áp định mức : 90V;
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C

	400
	Tụ điện К52-5-90В-68МКФ±20%
	Điện dung danh định: 68 μF ± 20%. 
Điện áp định mức: 90 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	401
	Tụ điện К52-9В-120В-10МКФ±10%
	Điện dung: 10 µF; Sai số (ΔC): ±10%; 
Điện áp : 120V;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C;

	402
	Tụ điện К52-9В-25В-33МКФ±10%
	Điện dung: 33 µF; Sai số (ΔC): ±10%
Điện áp : 25V;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C.

	403
	Tụ điện К52-9В-50В-68МКФ
	Điện dung danh định: 68 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 50 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	404
	Tụ điện К52-9В-63В-47МКФ±10%
	Điện dung: 47 µF; Sai số (ΔC): ±10%;
Điện áp : 63V; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C;

	405
	Tụ điện К53-1-16В-10МКФ
	Điện dung: 10 µF;  Sai số (ΔC): ±20%
Điện áp : 16V;
Dải nhiệt độ: -55°C đến +125°C.

	406
	Tụ điện К53-1-16В-22МКФ
	Điện dung: 22 µF; Sai số (ΔC): ±20%;
Điện áp : 16V; 
Dải nhiệt độ: -55°C đến +125°C.

	407
	Tụ điện К53-1-32В-22МКФ
	Điện dung định mức: 22 µF; Sai số điện dung: ±20%;
Điện áp định mức : 32V;
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C.

	408
	Tụ điện К53-18В-20В-10МКФ
	Điện dung định mức: 10 µF; 
Điện áp định mức : 20V; 
Sai số điện dung: ±20%.

	409
	Tụ điện К53-18В-20В-4,7МКФ
	Điện dung: 4,7 µF; 
Điện áp : 20V; Sai số (ΔC): ±20%; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C.

	410
	Tụ điện К53-18В-20В-47МКФ
	Điện dung định mức: 47 µF; 
Điện áp định mức : 20V; 
Sai số điện dung: ±20%.

	411
	Tụ điện К53-18В-20В-68МКФ
	Điện dung: 68 µF; Sai số (ΔC): ±20%
Điện áp : 20V; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C.

	412
	Tụ điện К53-18В-32В-10МКФ
	Điện dung: 10 µF; Sai số (ΔC): ±20%;
Điện áp : 32V; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C.

	413
	Tụ điện К53-18В-32В-33МКФ
	Điện dung: 33 µF; Sai số (ΔC): ±20%;
 Điện áp : 32V;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C.

	414
	Tụ điện К53-1А-16В-10МКФ±10%
	Điện dung danh định: 10 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 16 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	415
	Tụ điện К53-1А-16В-3,3МКФ
	Điện dung định mức: 3,3 µF; 
Điện áp định mức : 16V; 
Sai số điện dung: ±20%.

	416
	Tụ điện К53-1А-16В-4,7МКФ±10%
	Điện dung danh định: 4,7 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 16 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	417
	Tụ điện К53-1А-16В-68МКΦ±10%
	Điện dung: 68 µF; Sai số: ±10%; 
Điện áp định mức : 16 V; 
Nhiệt độ: -60 đến +125°C

	418
	Tụ điện К53-1А-6,3В-100МКФ±30%-В
	Điện dung: 100 µF; Sai số (ΔC): ±30% 
Điện áp : 6,3V; 
Dải nhiệt: -60°C đến +125°C.

	419
	Tụ điện К53-2Б-50В-20МКФ±30%-В
	Điện dung: 20 µF;  Sai số (ΔC): ±30%
Điện áp : 50V;
 Dải nhiệt: -60°C đến +125°C.

	420
	Tụ điện К71-4-250В-0,18МКФ±10%
	Điện dung: 0,18 µF; 
Điện áp : 250V; 
Sai số (ΔC): ±10%.

	421
	Tụ điện К71-4-250В-0,47МКФ±10%
	Điện dung: 0,47 µF; 
Điện áp : 250V; 
Sai số (ΔC): ±10%;

	422
	Tụ điện К73-14-25В-1000nФ±10%
	 Điện dung: 1000 nF (1 µF); 
Điện áp: 25V; Sai số: ±10%; 
Ứng dụng lọc nhiễu xung,

	423
	Tụ điện К73-15В-400В-0,047МКФ±10%
	Điện dung: 0,047 µF; Sai số: ±10%; 
Điện áp: 400V;
Dùng trong mạch AC công suất thấp,

	424
	Tụ điện К73-16-250В-0,22МКФ±10%
	Điện dung: 0,22 µF; Sai số: ±10%;
Điện áp: 250V;
Độ cách điện tối thiểu: 10,000 MOhm,

	425
	Tụ điện К73-16-400В-0,47МКФ±20%
	Điện dung: 0,47 µF; Sai số: ±20%; 
Điện áp: 400V; 
Khả năng tự phục hồi (Self-healing) khi đánh thủng nhẹ,

	426
	Tụ điện К73-16-400В-1МКФ±20%
	Tụ màng PET vỏ trụ; 
Điện dung: 1,0 µF; Sai số: ±20%; 
Điện áp: 400V; 

	427
	Tụ điện К73-16А-63В-1МКФ±10%
	Tụ màng PET loại 16A; Sai số: ±10%;
Điện dung: 1,0 µF; 
Điện áp: 63V;

	428
	Tụ điện К73-16В-100В-0,1МКФ
	Tụ màng PET biến thể В; 
Điện dung: 0,1 µF; Sai số: ±20%; 
Điện áp: 100V;

	429
	Tụ điện К73-16В-1600В-0,068МКФ
	Tụ màng PET biến thể В cao áp; 
Điện dung: 0,068 µF; Sai số: ±20%;
Điện áp: 1600V;

	430
	Tụ điện К73-16В-160В-1МКФ±10%
	Tụ màng PET biến thể В; 
Điện dung: 1,0 µF; Sai số: ±10%;
Điện áp: 160V;

	431
	Tụ điện К73-16В-250В-0,47МКФ±5%
	Tụ màng PET biến thể В; 
Điện dung: 0,47 µF;
Điện áp: 250V; Sai số: ±5%;

	432
	Tụ điện К73-16В-250В-2,2МКФ±10%
	Tụ màng PET biến thể В;
Điện dung: 2,2 µF; Sai số: ±10%;
Điện áp: 250V;

	433
	Tụ điện К73-16В-400В-0,47МКФ±10%
	Tụ màng PET biến thể В; 
Điện dung: 0,47 µF; Sai số: ±10%
Điện áp: 400V;;

	434
	Tụ điện К73П-3-0,5±10%
	Tụ PET màng mỏng; 
Điện dung: 0,5 µF; Sai số: ±10%;

	435
	Tụ điện КБП-С 0,22МКФ±10% 125В/150В
	Tụ lọc nhiễu thông tần; 
Điện dung: 0,22 µF; Sai số: ±10%
Điện áp AC/DC: 125V/150V;

	436
	Tụ điện КМ-6А-Н90-0,33МКФ-В
	Điện dung danh định: 0,33 µF; 
Hệ số nhiệt điện dung: H90;  
Điện áp định mức : 25V; 

	437
	Tụ điện КМа-Н30-0,47МКФ+50%,-20%
	Điện dung danh định: 0,47 µF; 
Sai số: +50% / -20%; 
Điện áp định mức : 16V;
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C

	438
	Tụ điện МБГП-1-200В-10МКФ± 50%
	Điện dung danh định: 10 µF; Sai số: ±50%
Điện áp định mức : 200V;
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +70°C

	439
	Tụ điện  К10-17А-Н90-0,33МКΦ-В
	Điện dung: 0,33 µF; Sai số: +90%/-20%; 
Điện áp định mức : 50 V; 
Nhiệt độ: -55 đến +125°C;

	440
	Tụ điện  К52-1-16В-10МКФ
	Điện dung định mức: 10 µF; Sai số điện dung: ±20%
Điện áp định mức : 16V;
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C;

	441
	Tụ điện  К52-18В-18В-330МКФ
	Điện dung danh định: 330 µF; 
Điện áp định mức : 18V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C;

	442
	Tụ điện  К53-1А-20В-47МКΦ±10%
	Điện dung: 47 µF; Sai số: ±10%;
Điện áp định mức : 20 V;
Nhiệt độ: -60 đến +125°C

	443
	Tụ điện  К73-16-63В-0,47МКΦ±10%
	Điện dung: 0,47 µF; Sai số: ±10%; 
Điện áp định mức : 63 V; 
Nhiệt độ: -60 đến +125°C;

	444
	Tụ điện  К75-40В-1600В-60МКФ±10%
	Điện dung danh định: 60 µF; 
Điện áp định mức : 1600V; Sai số: ±10%; 
Tần số dòng điện xoay chiều: 50 Hz; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +100°C

	445
	Tụ điện  КМ-5Б-М47-82пф
	 Điện dung danh định: 82 pF; 
Hệ số nhiệt điện dung: M47 (P0); 
Điện áp định mức : 50V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C

	446
	Vi mạch 101КТ1А
	Điện áp bão hòa: ≤ 0,4V; 
Điện áp đánh thủng: 15V; 
Dòng Collector tối đa: 20 mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C

	447
	Vi mạch 106ЛА3
	Vi mạch logic 2 cổng NAND 4 đầu vào; 
Điện áp nguồn: 4V; 
Mức logic thấp: 0,4V; 
Mức logic cao: 2,4V;

	448
	Vi mạch 1114ЕУ3
	Tần số dao động tối đa: 500 kHz; 
Điện áp cung cấp: 8V đến 35V; 
Dòng ngõ ra đỉnh: 400 mA; 
Điện áp tham chiếu: 5,1V ±1%; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C

	449
	Vi mạch 1127КН5
	Bộ chuyển mạch tín hiệu Analog 4 kênh; 
Điện trở kênh dẫn (Ron): ≤ 100 Ohm; 
Điện áp tín hiệu analog (Uana): ±10V; 
Thời gian chuyển mạch (ton/toff): ≤ 500 ns;
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C

	450
	Vi mạch 1127КН6
	Bộ chuyển mạch tín hiệu Analog 8 kênh; 
Cấu trúc: 8-to-1 Multiplexer; 
Dòng rò kênh ngắt (Ioff): ≤ 5 nA; 
Điện áp cung cấp: ±15V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C

	451
	Vi mạch 130ЛА2
	Cổng logic 2-NAND 4 ngõ vào (TTL); 
Số lượng cổng: 2; 
Điện áp nguồn: 5V ±5%; 
Dòng ngõ ra mức thấp: 16 mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C

	452
	Vi mạch 130ЛА6
	Cổng logic NAND đệm công suất (TTL); 
Dòng điện ngõ ra mức thấp: 48 mA; 
Khả năng kéo tải (Fan-out): 30; 
Điện áp nguồn: 5V;

	453
	Vi mạch 133ИЕ5
	Là bộ đếm nhị phân 4 bit.;
điện áp nguồn U=5V; 
Loại vỏ phẳng 401.14-5.
Trọng lượng không quá 0,45 g.

	454
	Vi mạch 133ИР1
	 Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ...+ 125 ° С.
 Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA.
 Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%.

	455
	Vi mạch 133КП1
	 Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; 
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4 ;
Dòng tiêu thụ: ≤ 11 mA;

	456
	Vi mạch 133ЛА2
	Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA.
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 +125°C.

	457
	Vi mạch 133ЛА3
	Chứa 56 phần tử tích phân. TTL; 14 chân;
Điện áp nguồn: 5V±10%  AD262
Dòng tiêu thụ khi điện áp đầu ra ở mức cao: 8mA

	458
	Vi mạch 133ЛА4
	Chứa 45 phần tử tích phân.  
Điện áp nguồn: 5V±10% Điện áp ra mức thấp: 0..0,4V; 
Dòng ra mức cao: 0,04mA; 
Dòng tiêu thụ : 8mA;

	459
	Vi mạch 133ЛА6
	Chứa 34 phần tử tích phân. TTL; 14 chân. 
Điện áp nguồn: 5V±10%; 
Dòng tiêu thụ khi điện áp đầu ra ở mức cao: 8mA

	460
	Vi mạch 133ЛА7
	Vi mạch số dạng TTL;
Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; 
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4 ;
Dòng tiêu thụ: ≤ 22mA

	461
	Vi mạch 133ЛА8
	Chứa 32 phần tử tích phân. TTL; 14 chân
 Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V;
 Dòng tiêu thụ: ≤ 22 mA;
 Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 ° С.

	462
	Vi mạch 133ЛИ1
	 Gồm 4 phần tử logic & 2 đầu vào.
Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; 
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4V
Dòng tiêu thụ: ≤ 33 mA

	463
	Vi mạch 133ЛН2
	Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Điện áp chịu đựng đầu ra: 15V; 
Dòng đầu ra: 16 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	464
	Vi mạch 133ЛН5
	Loại nhà ở 402.16-32.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С.
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%.

	465
	Vi mạch 133ЛР1
	 Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA;
  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	466
	Vi mạch 133ТВ1
	Loại vỏ 401.14-5. 
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 đến +125°C. 
Điện áp cung cấp: 5.0 V ±10%.

	467
	Vi mạch 133ТМ2
	 'Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA;
  Công suất tiêu thụ, ≤: 110 mW; 

	468
	Vi mạch 133ТМ5
	 Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA; 
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4 

	469
	Vi mạch 133ТМ7
	 Vi mạch 133TM7 là 4 D-flip-flops với đầu ra trực tiếp và nghịch đảo
  Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 5%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 46mA;

	470
	Vi mạch 134ИД3
	Bộ giải mã 4-sang-16 ; 
Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Công suất tiêu thụ thấp (Low Power): ≤ 50 mW;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; Vỏ gốm 24 chân

	471
	Vi mạch 134ИД6
	Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Công suất tiêu thụ: ≤ 40 mW; 
Dòng đầu ra: 8 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	472
	Vi mạch 134ИЕ2
	Chức năng: Bộ đếm nhị phân 4 bit không đồng bộ; 
Số chân:14.
Điện áp nguồn: 5 ± 10% V. 

	473
	Vi mạch 134ИЕ5
	Chức năng: Bộ đếm nhị phân 4 bit không đồng bộ; Số chân:14;
  Điện áp cung cấp: 5,5 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 6,6 mA;

	474
	Vi mạch 134ИМ4
	Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ...+ 125 ° С.
Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA.
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%.

	475
	Vi mạch 134ИР1
	Dòng tiêu thụ ≤ 9 mA.
 Điện áp nguồn: 5 ± 10% V. 
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С.

	476
	Vi mạch 134ИР1А
	Vi mạch 134IR1A là một thanh ghi dịch 4 bit.
Loại vỏ 401.14-3, trọng lượng không quá 0,35 g.
Thông số kỹ thuật: bK0.347.083TU3.

	477
	Vi mạch 134КП10
	 Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; 
Ura logic_0 ≤ 0,3V; Ura logic_1 ≥ 2,6 ;
Dòng tiêu thụ: ≤ 6,6mA;

	478
	Vi mạch 134КП8
	Chứa 81 phần tử tích hợp.
Loại vỏ 401.14-3, trọng lượng không quá 0,35 g.
Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. 
Dòng điện tiêu thụ: không quá 3,7 mA.

	479
	Vi mạch 134ЛА2А
	 Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA;
  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60°С ... +125°С.

	480
	Vi mạch 134ЛБ1А
	Số chân:14; Chức năng: 4 phần tử lôgic "2AND-NOT/2OR-NOT";
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA;

	481
	Vi mạch 134ЛБ2А
	Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	482
	Vi mạch 134ЛП3
	Việc đánh dấu các vi mạch và sơ đồ kết nối của các điện cực với các dây dẫn được chỉ ra trên vỏ máy.
Chứa 48 phần tử tích phân.  
Điện áp cung cấp: 5 ± 10% V.

	483
	Vi mạch 134ЛР1А
	Chứa 24 phần tử tích phân.
Là 2 phần tử logic 4&-NOT/4OR-NOT và phần tử NOT.
Điện áp nguồn tiêu chuẩn: 5V±10%
Dòng đầu vào mức cao ≤ 120 µA 

	484
	Vi mạch 134РМ1
	 Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; 
Ura logic_0 ≤ 0,3V; Ura logic_1 ≥ 2,6 ;
Dòng tiêu thụ: ≤ 9mA;
Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 ° С.

	485
	Vi mạch 134ТВ1
	Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Tần số hoạt động: ≥ 3 MHz; 
Dòng tiêu thụ): ≤ 6 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C

	486
	Vi mạch 134ТВ14
	Vi mạch số dạng TTL; hai phần tử trigo J-K
Trọng lượng ≤ 0,35 g; 
Điện áp cung cấp: 5 ±10% V; 
Dòng biến đổi I≤3,2мА

	487
	Vi mạch 136ЛА4
	Vi mạch 3 cổng NAND 3 đầu vào; 
Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Dòng điện đầu ra mức thấp: 4 mA; 
Dòng tiêu thụ tổng: 3,6 mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C

	488
	Vi mạch 136ЛР3
	Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Dòng điện đầu ra mức thấp: 4 mA; 
Dòng tiêu thụ tổng: 3,6 mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C

	489
	Vi mạch 1401УД2
	Bộ khuếch đại thuật toán 4 kênh; 
Điện áp nguồn: ±1,5V đến ±15V; 
Hệ số khuếch đại: 100,000; 
Dòng tiêu thụ: ≤ 1,5 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C

	490
	Vi mạch 140УД14
	Điện áp nguồn: ±1,5V đến ±15V; 
Dòng tiêu thụ tĩnh: ≤ 0,1 mA; 
Điện áp lệch không (Uoffset): ≤ 2 mV; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C

	491
	Vi mạch 140УД1701А
	Điện áp nguồn: ±15V; 
Điện áp lệch không (Uoffset): ≤ 50 µV; 
Hệ số khuếch đại: 200,000;
 Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	492
	Vi mạch 140УД17А
	Điện áp nguồn: ±15V; 
Điện áp lệch không (Uoffset): ≤ 25 µV; 
Độ trôi nhiệt độ: 0,6 µV/°C; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	493
	Vi mạch 140УД17Б
	Điện áp nguồn: ±15V; 
Điện áp lệch không (Uoffset): ≤ 60 µV; 
Hệ số khuếch đại: 150,000; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	494
	Vi mạch 140УД1А
	Khuyếch đại thuật toán; Số chân:12 ;
Dải điện áp cung cấp: ± 12,6 V ± 10%; 
Dòng tiêu thụ, ≤: 12 mA; 

	495
	Vi mạch 140УД1Б
	Chứa 22 phần tử phân tích.
 Dải điện áp nguồn: ±12.6 V ±10%;
 Dòng tiêu thụ, ≤: 12 mA;

	496
	Vi mạch 140УД2
	Khuyếch đại thuật toán; Số chân:12 ;
Điện áp nguồn Uп = ± (12,6 ± 0,6); 
Dòng tiêu thụ ≤  8mA;
Dòng điện phân cực đầu vào, µA: 0,2

	497
	Vi mạch 140УД20А
	Chứa 82 phần tử tích phân.
Số chân:12;
Dải điện áp cung cấp: ± 5 ... ± 18 V;
Dòng tiêu thụ, ≤: 4 mA;

	498
	Vi mạch 140УД25А
	Bộ khuếch đại thuật toán băng thông rộng (Cấp A); 
Điện áp nguồn: ±15V; 
Tần số cắt: 30 MHz; 
Tốc độ tăng điện áp: 20 V/µs; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	499
	Vi mạch 140УД601Б
	Điện áp nguồn: ±15V; 
Hệ số khuếch đại: ≥ 20,000; 
Dòng tiêu thụ): ≤ 3,5 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	500
	Vi mạch 140УД6А
	Chứa 45 phần tử phân tích.
Dải điện áp cung cấp: ± 15 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 5,0 mA;

	501
	Vi mạch 140УД6Б
	Khuyếch đại thuật toán; Số chân:8
Dải điện áp cung cấp: ± 15 V ± 10%;
Dòng điện tiêu thụ (-2,8; 2,8)mA;

	502
	Vi mạch 140УД7
	Điện áp nguồn: ±15V; 
Hệ số nén tín hiệu đồng pha (Kcmr): ≥ 70 dB; 
Dòng đầu vào (Iin): ≤ 400 nA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	503
	Vi mạch 140УД9
	Số chân:12 ;Tiêu chuẩn vỏ: 310.12-2
Dải điện áp nguồn: ±12,6V±10%
Dòng tiêu thụ, ≤: 12,0 mA;
Dải nhiệt độ làm việc: từ âm 60...+125oC

	504
	Vi mạch 142ЕН1Б
	Điện áp đầu ra: 3...12V
Dòng đầu ra: 0,15A
Điện áp đầu vào: 20V
Dải nhiệt độ làm việc: từ âm 60...+125oC

	505
	Vi mạch 142ЕН2Б
	Điện áp ra: 12 ... 30 V;
Dòng điện đầu ra: 0,15 A;
Điện áp đầu vào: 40 V;

	506
	Vi mạch 142ЕН3
	Điện áp đầu vào: 9V ÷ 45V; 
Điện áp ra: 3V ÷ 30V;
Dòng điện đầu ra: 10...1000 mA;

	507
	Vi mạch 142ЕН5А
	Vi mạch ổn áp cố định 5V (Nhóm A); 
Điện áp ra (Uout): 5V; 
Sai số điện áp: ±1%; 
Dòng điện ra cực đại (Iout): 3A; 
Điện áp vào cực đại (Uin max): 15V

	508
	Vi mạch 142ЕН5Б
	Bộ ổn áp cố định +6V; 
Điện áp đầu vào (Uin): 15V; 
Điện áp đầu ra (Uout): 6V ±2%; 
Dòng đầu ra cực đại (Imax): 2A (có tản nhiệt); 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	509
	Vi mạch 142ЕН5В
	Vi mạch ổn áp cố định 5V (Nhóm V); 
Điện áp ra (Uout): 5V; Sai số điện áp: ±2%; 
Dòng điện ra cực đại (Iout): 2A; 
Điện áp vào cực đại (Uin max): 15V

	510
	Vi mạch 142ЕН6А
	Bộ ổn áp đối xứng kép; 
Điện áp đầu vào (Uin): ±20V; 
Điện áp đầu ra (Uout): ±15V ±0,15V; 
Dòng đầu ra (Imax): 200 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	511
	Vi mạch 142ЕН6Б
	Điện áp đầu vào (Uin): ±20V; 
Điện áp đầu ra (Uout): ±15V ±0,3V; 
Dòng tiêu thụ tĩnh: ≤ 6 mA; 
Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C.

	512
	Vi mạch 142ЕН8Б
	Bộ ổn áp cố định +12V chính xác; 
Điện áp đầu vào (Uin): 25V; 
Điện áp đầu ra (Uout): 12V ±1,5%; 
Dòng đầu ra cực đại (Imax): 1,5A; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	513
	Vi mạch 142ЕП1
	Chứa 29 phần tử phân tích.
Điện áp đầu vào: 40 V;
Dòng điện đầu ra: 0,15 A; 
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60...+125°С.

	514
	Vi mạch 1432УД2ВР1 
	Điện áp nguồn: ±15V; 
Hệ số khuếch đại: ≥ 100,000; 
Tốc độ tăng điện áp: 15 V/µs; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	515
	Vi mạch 143КТ1
	Chứa 32 phần tử phân tích.
 Điện áp nguồn cung cấp: +5,0 V ± 0,5; -24± 2,4 V
 Dòng tiêu thụ, ≤: 4 mA;

	516
	Vi mạch 1504ЛА4
	3 cổng NAND 3 đầu vào công suất siêu thấp; 
Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Dòng tiêu thụ): ≤ 0,8 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	517
	Vi mạch 1504ЛА6
	2 cổng NAND 4 đầu vào công suất siêu thấp; 
Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Dòng tiêu thụ): ≤ 0,6 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	518
	Vi mạch 1504ЛР11
	Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Thời gian trễ: ≤ 25 ns; 
Dòng tiêu thụ): ≤ 1,5 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	519
	Vi mạch 1504ЛР11Б
	Điện áp nguồn (Ucc): 5V ±10%; 
Thời gian trễ: ≤ 30 ns; 
Dòng tiêu thụ (Icc): ≤ 2 mA; 
Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C.

	520
	Vi mạch 1505ЛА2А
	Cổng NAND 8 đầu vào công suất thấp; 
Điện áp nguồn: 5V ±5%; 
Dòng tiêu thụ): ≤ 0,5 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	521
	Vi mạch 1505ЛА8А
	4 cổng NAND 2 đầu vào; 
Điện áp nguồn: 5V ±5%; 
Dòng tiêu thụ): ≤ 1,2 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	522
	Vi mạch 1505ЛА8Б
	4 cổng NAND 2 đầu vào (Cấp Б); 
Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Dòng tiêu thụ): ≤ 1,5 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C.

	523
	Vi mạch 1505ЛП3
	Vi mạch logic hệ số khuếch đại biến đổi; 
Điện áp nguồn: 5V; 
Thời gian trễ chuyển mạch: 10 ns; 
Dòng tiêu thụ tĩnh: 15 mA;

	524
	Vi mạch 1505ЛР4А
	Mạch logic liên hợp nối tiếp kép (2-2 input); 
Điện áp nguồn: 5V ±5%; 
Công suất tiêu thụ: ≤ 5 mW; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	525
	Vi mạch 1533АП3
	Điện áp nguồn: 5V; 
Thời gian trễ: 8 ns; 
Dòng điện đầu ra mức thấp: 24 mA; 
Dòng tiêu thụ: 25 mA

	526
	Vi mạch 1533АП5
	Vi mạch đệm dòng 8 kênh; 
Điện áp nguồn: 5V; 
Dòng điện đầu ra: 24 mA; 
Trạng thái đầu ra: 3 trạng thái

	527
	Vi mạch 1533АП6
	Vi mạch thu phát bus 8 kênh; 
Điện áp nguồn: 5V; 
Dòng đầu ra mức thấp: 24 mA; 
Dòng tiêu thụ tối đa): 60 mA

	528
	Vi mạch 1533ИД4
	Bộ giải mã/Đa hợp 2-sang-4 kép; 
Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Dòng tiêu thụ: ≤ 10 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	529
	Vi mạch 1533ИД7
	Bộ giải mã 3-sang-8 (3-line to 8-line); 
Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Dòng tiêu thụ: ≤ 8 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; 

	530
	Vi mạch 1533ИР22
	Bộ chốt dữ liệu 8-bit 3 trạng thái (Octal D-Latch); 
Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Dòng đầu ra mức thấp: 24 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	531
	Vi mạch 1533ИР23
	Vi mạch thanh ghi chốt 8-bit (D-Latch); 
Điện áp nguồn: 5V; 
Dòng đầu ra mức thấp: 24 mA; 
Tần số đồng bộ tối đa: 70 MHz

	532
	Vi mạch 1533ЛА2
	Cổng NAND 8 đầu vào ; 
Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Dòng tiêu thụ): ≤ 1,1 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	533
	Vi mạch 1533ЛА3
	4 cổng NAND 2 đầu vào; 
Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Dòng tiêu thụ tĩnh: ≤ 4 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	534
	Vi mạch 1533ЛН1
	Vi mạch 6 cổng đảo (Inverter); 
Điện áp nguồn: 5V; 
Dòng tiêu thụ tổng): 6 mA; 
Công suất tiêu thụ mỗi cổng: 4,5 mW

	535
	Vi mạch 1533ЛН2
	6 bộ đảo hở Collector; 
Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Điện áp đầu ra cực đại (Uoh): 7V; 
Dòng đầu ra: 16 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	536
	Vi mạch 1533ЛП5
	4 cổng loại trừ OR (Quad Ex-OR); 
Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Dòng tiêu thụ): ≤ 10 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	537
	Vi mạch 1533ТМ9
	6 D Flip-Flop có chân Reset chung; 
Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Tần số xung clock: ≥ 70 MHz; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C.

	538
	Vi mạch 153УД1
	Điện áp nguồn: ±15V;
Hệ số khuếch đại điện áp: >20000; 
Điện áp lệch không đầu vào (Uoff): <7,5mV; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; 
Tần số cắt: 1MHz

	539
	Vi mạch 153УД6
	Khuyếch đại thuật toán; Số chân:8 ;
Điện áp cung cấp: ±15V±10%; 
Dòng tiêu thụ: ≤ 4mA;

	540
	Vi mạch 154УД4А
	Điện áp nguồn: ±15V; 
Tốc độ tăng điện áp đầu ra: >50V/µs; 
Thời gian thiết lập (tset): <1µs; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; 
Tần số khuếch đại đơn vị (ft): 10MHz

	541
	Vi mạch 1554АП3ТБМ
	Bộ đệm/Điều khiển dòng Bus đảo 8-bit; 
Điện áp nguồn: 2V đến 6V; 
Dòng đầu ra: 24 mA;
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	542
	Vi mạch 1564ИР9
	Thanh ghi dịch 8-bit nạp song song; 
Điện áp nguồn: 2V đến 6V; 
Tần số dịch: ≥ 30 MHz; 
Dòng tiêu thụ): ≤ 80 µA;
 Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C.

	543
	Vi mạch 1564ЛА3
	4 cổng NAND 2 đầu vào (CMOS); 
Điện áp nguồn: 2V đến 6V;
Công suất tiêu thụ tĩnh: 10 µW; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	544
	Vi mạch 1564ЛА4
	3 cổng NAND 3 đầu vào (CMOS); 
Điện áp nguồn: 2V đến 6V; 
 Dòng tiêu thụ): ≤ 20 µA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	545
	Vi mạch 1564ТЛ2
	Mạch logic 6 cổng; 
Điện áp nguồn: 2,0V - 6,0V; 
Dòng đầu ra (Iout): 5,2mA; 
Ngưỡng điện áp dương (Vt+): 1,5V (tại Ucc=4,5V); 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	546
	Vi mạch 1564ТМ5
	4 chốt dữ liệu D-type (CMOS); 
Điện áp nguồn: 2V đến 6V; 
Dòng tiêu thụ): ≤ 40 µA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	547
	Vi mạch 159НТ101В
	Điện áp cực góp-phát (Uce): 20V; 
Dòng cực góp (Ic): 10 mA; 
Hệ số khuếch đại (h21e): 40-120; 
Điện áp lệch vi sai (ΔUbe): ≤ 5 mV; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C

	548
	Vi mạch 159НТ1Б
	 Điện áp gốc thu: 20 V
  Điện áp gốc phát: 4 V
  Điện áp giữa các bóng bán dẫn: 20 V
  Dòng điện cực thu không đổi: 10 mA
  Dòng điện cực góp xung (ti = 30μs): 40 mA

	549
	Vi mạch 1601РР1А
	Vi mạch 1601РР1А là một thiết bị bộ nhớ có thể lập trình lại với dung lượng 4 kbit (1k x 4).
1601PP1A có 4 chế độ: xóa chung, xóa chọn lọc, ghi và đọc.
Chứa 14832 phần tử tích phân.

	550
	Vi mạch 168КТ2Б
	Điện áp nguồn: ±15V; 
Điện trở đóng (Ron): 150 Ohm; 
Thời gian chuyển mạch: 0,5 µs; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	551
	Vi mạch 168КТ2В
	là các mạch chuyển mạch tích hợp bốn kênh được sản xuất bằng công nghệ pMOS.
Chúng chứa tám phần tử mạch tích hợp (bốn transistor pMOS và bốn diode).

	552
	Vi mạch 169АА3
	 Điện áp cung cấp: 5 ± 10% V;
Dòng ra điều khiển 500 mA;
Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 85 ° С.

	553
	Vi mạch 169АП2
	Bộ thu phát dòng Bus 4 kênh (Quad Bus Transceiver); 
Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Dòng tiêu thụ): ≤ 75 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; 
Vỏ gốm Flat-pack 16 chân

	554
	Vi mạch 175УВ2А
	Điện áp nguồn: 6V ±10%; 
Hệ số khuếch đại (Kp): ≥ 15 dB; 
Tần số hoạt động tối đa: 100 MHz; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	555
	Vi mạch 1802ИР1
	Thanh ghi dịch 8-bit tốc độ cao; 
Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Tần số xung clock: ≥ 30 MHz; 
Dòng tiêu thụ): ≤ 90 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	556
	Vi mạch 1806ВМ2
	Vi xử lý 16-bit kiến trúc PDP-11 (CMOS); 
Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Tần số xung nhịp (fclk): 5 MHz; 
Tập lệnh: Tương đương LSI-11/2; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	557
	Vi mạch 185РУ3
	 Điện áp nguồn cung cấp: 5,0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 40 mA;
  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	558
	Vi mạch 190КТ201
	Mảng 4 khóa chuyển mạch MOS; 
Điện áp nguồn: ±15V; 
Điện trở đóng (Ron): ≤ 100 Ohm; 
Dòng điện chuyển mạch: 10 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; 
Vỏ kim loại tròn 12 chân

	559
	Vi mạch 193ИЕ3
	 Điện áp nguồn: 5,2V ±5%; 
Tần số đầu vào tối đa (fin): ≥ 200 MHz; 
Công suất tiêu thụ: ≤ 450 mW; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	560
	Vi mạch 198НТ1А
	Mảng 5 bóng bán dẫn lưỡng cực cấu trúc NPN; 
Điện áp cực C-E (Uce): 20V; 
Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 40 - 150; 
Công suất tiêu tán mỗi Transistor (P): 50mW; 
Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; 
Tần số cắt (ft): 60MHz

	561
	Vi mạch 198НТ1Б
	Mảng 5 Transistor NPN phối hợp 
Điện áp (Uce): 20V; Sai lệch (ΔUbe): ≤ 2 mV; 
Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C; 
Vỏ gốm 14 chân

	562
	Vi mạch 198НТ5А
	Điện áp (Uce): 15V; 
Hệ số (h21e): ≥ 30; 
Tần số cắt (ft): ≥ 100 MHz; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	563
	Vi mạch 198НТ5Б
	Điện áp cực C-E (Uce): 15V; 
Dòng cực C liên tục (Ic): 10mA; 
Hệ số khuếch đại dòng (h21e): >25; 
Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; 
Điện áp bão hòa C-E (Uce-sat): <0,4V

	564
	Vi mạch 198НТ7А
	Mảng 3 Transistor NPN tốc độ cao; 
Điện áp (Uce): 15V; 
Dòng cực góp (Ic): 30 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	565
	Vi mạch 1КЛН2
	Điện áp nguồn: 5,0V; 
Dòng đầu ra mức thấp: 16mA;
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	566
	Vi mạch 1КПУ4
	Điện áp nguồn: 5,0V; 
Tần số làm việc: 5MHz; 
Số kênh đầu ra: 4 kênh; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; 
Công suất tiêu thụ (Pd): 150mW

	567
	Vi mạch 1НТ251
	Công suất tiêu tán cực góp không đổi: 400 mW
Dòng điện cực thu xung tối đa cho phép: 800 mA; 
Điện trở bão hòa giữa cực thu và cực phát: không quá 1000 Ohm

	568
	Vi mạch 1НТ251А
	14 chân; 4 cụm khoá tranzítor; 
Công suất:  Pkmax=400 mW; 
UKE max= 45V;UEBO max=4V; Ik max= 400mA; 

	569
	Vi mạch 249КП1С
	Bộ cách ly quang học 2 kênh; 
Điện áp cách ly: 500V; 
Hệ số truyền dòng (CTR): ≥ 50%; 
Dòng đầu vào: 10 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C,

	570
	Vi mạch 286ЕП1
	Bộ ổn áp xung ; 
Điện áp vào tối đa: 40V; 
Dòng đầu ra: 2A; 
Hiệu suất: ≥ 80%; 
Tần số đóng cắt: 50 kHz,

	571
	Vi mạch 286ЕП2
	Điện áp đầu ra, V  5;
Dòng tải tối đa, 2 A;
Điện áp đầu vào 7 ... 40 V;
Hiệu quả, 71 ... 78.% 

	572
	Vi mạch 286ЕП3
	Loại vỏ gốm hình chữ nhật phẳng 6 dây dẫn với sơ đồ chân hai mặt để gắn bề mặt bảng mạch in.
Chứa 1184 phần tử phân tích
Điện áp cửa mở: < 1,8 V

	573
	Vi mạch 286ЕП4
	Loại vỏ gốm hình chữ nhật phẳng 6 dây dẫn với sơ đồ chân hai mặt để gắn bề mặt bảng mạch in.
Chứa 836 phần tử phân tích
Điện áp cửa mở: < 1,8 V

	574
	Vi mạch 2П306Б
	2P306B có ​​hai cổng cách điện, một kênh loại n và một phần chuẩn hóa.
Chúng được đánh dấu bằng mã chữ và số trên thân bóng bán dẫn.
Trọng lượng bóng bán dẫn ≤ 0,5 g

	575
	Vi mạch 2ТС613Б
	Рк max : 800 mW;
Ukbo max: 60 V; 400 mA;
Ik và max: 800 mA;

	576
	Vi mạch 2ТС622А
	Điện dung đầu vào 15 pF
Tần số chuyển mạch tối đa của vi mạch 200 MHz
Điện áp cực đại cho phép giữa cực phát và cực gốc 4 V
Dòng điện cực thu ngược không quá 10 µA

	577
	Vi mạch 2ТС622Б
	Điện áp cực đại: 35 V (1 kOhm);
Điện áp cực đại: 4 V; 
Dòng xung tối đa: 600 mA;
Điện trở bão hòa: ≤ 3,25 Ohm;

	578
	Vi mạch 301НР5Е
	Số lượng chân: 11
Điện áp đầu vào: 12,6 V
Điện trở định mức: 10 kOhm
Điện trở cách điện: ≤ 100 Mohm

	579
	Vi mạch 301НР5ЕВ
	Mạng điện trở chịu khí hậu khắc nghiệt (V); 
Sai số: ±0,1%; 
Công suất mỗi điện trở: 0,125W; 

	580
	Vi mạch 313НР310Т
	Giá trị điện trở (R): 10 kOhm; Sai số (ΔR): ±0,1%; 
Hệ số nhiệt điện trở (TCR): <25x10^-6/°C; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; 
Công suất mỗi điện trở (P): 0,05W

	581
	Vi mạch 3ОТ122Г
	Bộ cách ly quang học Transistor; 
Điện áp cách ly: 1500V; CTR: 100-300%; 
Thời gian chuyển mạch: 5 µs; 
Dòng tối: ≤ 100 nA,

	582
	Vi mạch 448ГГ2
	Có sẵn trong gói kim loại-thủy tinh 15 chân với các chân dọc để gắn vào các lỗ trên bảng mạch in.
Chúng được đánh dấu bằng mã chữ và số trên thân vi mạch.
Loại vỏ 153,15-1, trọng lượng ≤ 3,8 g

	583
	Vi mạch 514ИД2
	Bộ giải mã BCD sang LED 7 thanh (Anode chung); 
Điện áp nguồn: 5,0V; 
Dòng đầu ra cực thấp: 20mA; 
Công suất tiêu thụ (Pd): 250mW; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	584
	Vi mạch 514ПР1
	Điện áp chịu đựng đầu ra: 15V; 
Dòng đầu ra: 40 mA; 
Chức năng kiểm tra đèn (Lamp Test),

	585
	Vi mạch 521СА1
	Dải điện áp cung cấp: ± 15.0 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 6 mA;
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60°C ... + 125°C.

	586
	Vi mạch 521СА3
	Chứa 51 phần tử tích phân.
Dải điện áp cung cấp: ± 15.0 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 6 mA
Dòng tải đến 50 mA

	587
	Vi mạch 521СА301
	  Dải điện áp cung cấp: ± 15.0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 6 mA;
  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	588
	Vi mạch 525ПС2А
	Các vi mạch 525PS2A là bộ nhân tín hiệu, 14 chân
Chứa 62 phần tử tích phân.
Điện áp cung cấp: ±15 ±10% V.
Mức tiêu thụ hiện tại: ≤ 7 mA.
Nhiệt độ hoạt động: -60...+125°С.

	589
	Vi mạch 526ПС1
	 Điện áp nguồn: 6±10% V;
 Dòng tiêu thụ, ≤: 5 ​​mA;
 Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	590
	Vi mạch 530ЛА16
	Chứa 42 phần tử tích phân.
'Điện áp cung cấp: 5,5 V ± 5%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 44 mA;

	591
	Vi mạch 530ЛА17
	2 cổng NAND 4 đầu vào có đệm; 
Khả năng chịu tải dung lớn; 
Thời gian trễ: ≤ 5 ns; 
Dòng tiêu thụ: ≤ 30 mA,

	592
	Vi mạch 530ЛА3
	Chứa 76 phần tử tích phân.
'Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 36 mA

	593
	Vi mạch 530ЛА9
	Mạch logic 4 cổng 2-Input NAND hở cực thu (OC); 
Điện áp nguồn: 5,0V; 
Điện áp đầu ra tối đa (Uout-max): 5,5V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	594
	Vi mạch 530ЛН1
	Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 54 mA;
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	595
	Vi mạch 530ЛН2
	6 bộ đảo hở Collector; 
Điện áp đầu ra: 5,5V; 
Dòng đầu ra: 20 mA; 
Thời gian trễ: ≤ 8 ns,

	596
	Vi mạch 530ТВ10
	Chứa 142 phần tử tích hợp. 
Loại vỏ 401.14-5, trọng lượng không quá 0,65 g . 
Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. 
Dòng điện tiêu thụ: không quá 50 mA. 
Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 °C.

	597
	Vi mạch 530ТЛ3
	2 cổng NAND 4 đầu vào Schmitt Trigger; 
Điện áp ngưỡng (Vt+): 1,7V; 
Điện áp ngưỡng (Vt-): 0,9V; 
Chống nhiễu tín hiệu cực tốt,

	598
	Vi mạch 530ТМ2
	Chứa 126 phần tử tích phân.
Điện áp nguồn: 5 ±10% V.
Dòng điện tiêu thụ: ≤ 50 mA.

	599
	Vi mạch 533АГ3
	Bộ đa hài đơn ổn kép (Dual Monostable); 
Độ rộng xung điều chỉnh từ 40 ns đến cực lớn; 
Có chế độ nạp lại (Retriggerable),

	600
	Vi mạch 533ИД7
	Chứa 203 phần tử tích phân.
Điện áp cung cấp: 5 ± 10% V.
Dòng tiêu thụ: ≤ 10 mA.

	601
	Vi mạch 533ИЕ19
	Bộ đếm nhị phân 4-bit kép; 
Tần số đếm: ≥ 20 MHz; 
Tổng số tầng đếm: 8; 
Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA,

	602
	Vi mạch 533ИЕ5
	Bộ đếm nhị phân 4-bit (Divide-by-16); 
Tần số đếm: ≥ 32 MHz; 
Dòng tiêu thụ): ≤ 15 mA;

	603
	Vi mạch 533ИЕ7
	Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 31 mA;
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	604
	Vi mạch 533ИР16
	Mạch vi mạch 533IR16 là thanh ghi dịch trái bốn bit
Chứa 252 thành phần tích hợp. 
Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. 
Dòng điện tiêu thụ: ≤ 31 mA. 

	605
	Vi mạch 533ИР23
	Thanh ghi 8-bit kích hoạt theo sườn (Octal D-Flip-Flop); 
Tần số clock: ≥ 35 MHz; 
Dòng đầu ra: 24 mA;

	606
	Vi mạch 533ИР8
	Thanh ghi dịch 8-bit nạp nối tiếp/ra song song; 
Điện áp nguồn: 5,0V; 
Tần số xung nhịp (fclk): 25MHz; 
Dòng tiêu thụ tĩnh): <14mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	607
	Vi mạch 533КП11
	 Điện áp cung cấp: 5,5 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 6,6 mA;
  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	608
	Vi mạch 533ЛА1
	Mạch logic 2 cổng 4-Input NAND công suất thấp; 
Điện áp nguồn: 5,0V (±10%); 
Dòng tiêu thụ): <1,6mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; 

	609
	Vi mạch 533ЛА3
	Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 3,3 mA; 
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,5 

	610
	Vi mạch 533ЛА4
	 Điện áp cung cấp: 5V ± 10%;
 Dòng tiêu thụ, ≤: 3,3 mA;
 Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60°C..+125°C.

	611
	Vi mạch 533ЛА9
	Mạch logic 4 cổng 2-Input NAND hở cực thu; 
Điện áp nguồn: 5,0V; 
Điện áp đầu ra cực C tối đa: 7,0V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	612
	Vi mạch 533ЛИ1
	Mạch logic 4 cổng 2-Input AND (Low Power Schottky); 
Điện áp nguồn: 5,0V;
Dòng tiêu thụ): <7,1mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; 

	613
	Vi mạch 533ЛИ3
	3 cổng AND 3 đầu vào; 
Thời gian trễ: ≤ 9 ns; 
Công suất tiêu thụ: ≤ 15 mW;

	614
	Vi mạch 533ЛЛ1
	4 cổng OR 2 đầu vào; 
Thời gian trễ: ≤ 10 ns; 
Dòng đầu ra mức thấp: 8 mA;

	615
	Vi mạch 533ЛН1
	Chứa 108 phần tử phân tích.
Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; 
Dòng tiêu thụ, ≤: 6,6 mA; 

	616
	Vi mạch 533ЛН2
	6 bộ đảo hở Collector (Hex Inverter OC); 
Điện áp đầu ra cực đại: 7V; 
Dòng đầu ra: 16 mA; 
Thời gian trễ: ≤ 15 ns,

	617
	Vi mạch 533ЛП5
	4 cổng loại trừ OR; 
Thời gian trễ: ≤ 12 ns; 
Công suất tiêu thụ: ≤ 30 mW;

	618
	Vi mạch 533ЛП8
	Mạch logic đệm 4 cổng tích hợp chân cho phép; 
Điện áp nguồn: 5,0V; 
Dòng đầu ra: 12mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	619
	Vi mạch 533ТВ6
	Điện áp nguồn: 5,0V; Tần số xung nhịp tối đa: 30MHz; 
Dòng tiêu thụ): <8mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	620
	Vi mạch 533ТЛ2
	Mạch logic 6 cổng Inverter Schmidt Trigger; 
Điện áp nguồn: 5,0V;
 Điện áp ngưỡng dương (Vt+): 1,7V; 
Điện áp ngưỡng âm (Vt-): 0,9V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	621
	Vi mạch 533ТМ2
	Hai flip-flops D
Kiểu đóng gói: 401.14-5.
U: + 5V ± 10%;
I ≤ 4 mA;

	622
	Vi mạch 533ТМ9
	Các chip 1533TM9 là sáu flip-flop D đồng bộ với đầu ra trực tiếp.
  Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 19 mA;
  Giá trị cho phép của thế tĩnh điện: 200 V;

	623
	Vi mạch 537РУ9
	Bộ nhớ RAM tĩnh 8 Kbit (1K x 8); 
Thời gian truy cập: ≤ 100 ns; 
Dòng tiêu thụ tĩnh: ≤ 30 µA;

	624
	Vi mạch 541РТ1
	Bộ nhớ PROM lập trình được bằng cầu chì; 
Dung lượng: 1 Kbit (256 x 4); 
Thời gian truy cập: ≤ 60 ns; 
Dòng tiêu thụ: ≤ 100 mA,

	625
	Vi mạch 541РТ2
	Bộ nhớ PROM 2 Kbit (512 x 4); 
Thời gian truy cập: ≤ 70 ns; 
Công nghệ lưỡng cực (Bipolar) tốc độ cao,

	626
	Vi mạch 541РУ1
	Dải điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; 
Dòng tiêu thụ, ≤: 100 mA;

	627
	Vi mạch 541РУ2
	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh (SRAM) 1Kx4; 
Điện áp nguồn: 5,0V; 
Thời gian truy cập (tacc): 80ns; 
Dòng tiêu thụ tĩnh (Isb): 15mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; 
Số chân nạp/xuất: 18 chân

	628
	Vi mạch 542НД1
	Điện áp ngược tối đa (Ur): 30V; 
Dòng thuận (If): 10mA; 
Thời gian hồi phục ngược (trr): <4ns; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; 
Điện dung tiếp giáp (Cj): <2pF

	629
	Vi mạch 544УД2А
	Điện áp nguồn: ±15V; 
Tốc độ tăng điện áp: >20V/µs; 
Tần số khuếch đại đơn vị (ft): 15MHz; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; 
Điện áp lệch không (Uoff): <5mV

	630
	Vi mạch 544УД2Б
	Điện áp nguồn: ±15V; 
Tốc độ tăng điện áp: >15V/µs; 
Dòng lệch không đầu vào (Ioff): <10nA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; 
Hệ số khuếch đại: >50000

	631
	Vi mạch 550УП1
	Thời gian trễ truyền dẫn: ≤ 15 ns; 
Dòng đầu ra xung: 100 mA; 
Chuyên dụng cho các đường Bus dữ liệu,

	632
	Vi mạch 556РТ161
	Bộ nhớ PROM lập trình cầu chì 16 Kbit; 
Dung lượng: 2K x 8; 
Thời gian truy cập: ≤ 80 ns; 
Dòng tiêu thụ: ≤ 150 mA; Lưu mã lệnh firmware,

	633
	Vi mạch 556РТ4А
	Bộ nhớ PROM 1 Kbit (256 x 4); 
Thời gian truy cập: ≤ 50 ns; 
Dòng tiêu thụ: ≤ 120 mA;
 Độ tin cậy lưu trữ cực cao (> 20 năm),

	634
	Vi mạch 556РТ7
	Bộ nhớ PROM 32 Kbit (4K x 8); 
Thời gian truy cập: ≤ 90 ns; 
Sai số thời gian trễ thấp;
 Thích hợp cho bảng tra cứu dữ liệu (Look-up Table),

	635
	Vi mạch 556РТ7А
	 Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 185 mA;
  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	636
	Vi mạch 559ИП1
	 Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 60 mA;
Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 ° С.

	637
	Vi mạch 559ИП2
	Chứa 68 phần tử tích hợp. 
Loại vỏ 402.16-18. 
Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. 
Nhiệt độ hoạt động: -60 ... +125 °C.

	638
	Vi mạch 5638I
	Vi mạch quản lý nguồn (PMIC); 
Điện áp ngõ vào (Vin): 2,7V đến 5,5V; 
Dòng điện ngõ ra: 500 mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C;

	639
	Vi mạch 564АГ1
	Mạch đa hài đơn ổn kép (Monostable Multivibrator); 
Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; 
Dòng tiêu thụ tĩnh): <0,05µA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	640
	Vi mạch 564ИЕ10
	Bộ đếm nhị phân 4-bit kép đồng bộ; 
Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Tần số đếm: 4MHz (tại 10V); 
Dòng tiêu thụ tĩnh): <0,2µA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; 
Vỏ gốm kim loại 16 chân

	641
	Vi mạch 564ИЕ10В
	Bộ đếm nhị phân 4-bit kép (Binary Counter); 
Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Tần số đếm tối đa (fcount): 4,0 MHz (tại 10V); 
Dòng tiêu thụ tĩnh): 20 µA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C

	642
	Vi mạch 564ИЕ11
	Bộ đếm nhị phân 4-bit đảo chiều lập trình được; 
Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; 
Tần số fmax: 5MHz; 
Dòng đầu ra mức thấp: 0,5mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	643
	Vi mạch 564ИЕ11В
	Bộ đếm nhị phân lên/xuống 4-bit (Up/Down Counter); 
Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Tốc độ đếm: 4,0 MHz; 
Điện áp đầu vào mức cao (Uih): 7,0V (tại 10V); 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	644
	Vi mạch 564ИЕ15
	Bộ chia tần số lập trình được (Frequency Divider); 
Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Hệ số chia (N): 3 đến 16383; 
Tần số đầu vào (fin): 1,5 MHz; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	645
	Vi mạch 564ИМ1В
	Bộ cộng nhị phân 4-bit (4-bit Full Adder); 
Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Thời gian tạo số nhớ (tcarry): 160 ns (tại 10V); 
Dòng điện tĩnh): 20 µA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	646
	Vi mạch 564ИП2В
	Mạch so sánh độ ưu tiên 8-bit (Priority Encoder); 
Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Thời gian trễ lan truyền: 190 ns; 
Dòng đầu vào (Iil): -0,1 µA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; 

	647
	Vi mạch 564ИР2В
	Thanh ghi dịch 4-bit (Shift Register); 
Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Tần số xung nhịp: 4,0 MHz; 
Điện áp mức thấp đầu ra (Uol): 0,05V; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; 

	648
	Vi mạch 564ИР9
	Thanh ghi dịch 8-bit nạp song song/nối tiếp; 
Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; 
Tần số xung nhịp: 2MHz; 
Dòng đầu ra (Iout): 1,5mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; 
Vỏ phẳng 16 chân

	649
	Vi mạch 564ИР9В 
	Thanh ghi dịch 8-bit có chốt dữ liệu; 
Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Dòng điện ra (Iout): 0,8 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C

	650
	Vi mạch 564КП1
	 Nhiệt độ làm việc: -60 ... + 125 ° С.
Dòng tiêu thụ: ≤ 0,6 mA.
Điện áp cung cấp: 4,2-13,5 V.

	651
	Vi mạch 564КП2
	BĐiện áp nguồn: 3,0V - 15V; 
Điện trở thông mạch (Ron): 250 Ohm; 
Thời gian chuyển mạch: 150ns; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	652
	Vi mạch 564КТ3
	Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Điện trở kênh dẫn thấp (Ron): 80 Ohm; 
Thời gian chuyển mạch (tsw): 40 ns; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	653
	Vi mạch 564КТ3В
	 Điện áp nguồn: 3,0V đến 18V; 
Điện trở kênh dẫn (Ron): 75 Ohm; 
Dòng rò cực đại (Ileak): 50 nA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	654
	Vi mạch 564ЛА10
	Mạch logic 3 cổng 3-Input NAND; 
Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; 
Dòng tiêu thụ tĩnh): <0,05µA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	655
	Vi mạch 564ЛА7
	Mạch logic 4 cổng 2-Input NAND; 
Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; 
Dòng đầu ra (Iout): 1,2mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C

	656
	Vi mạch 564ЛА7В
	Mạch logic 4 cổng NAND 2 đầu vào; 
Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Thời gian trễ lan truyền: 125 ns (tại 10V); 
Dòng tiêu thụ tĩnh): 0,05 µA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	657
	Vi mạch 564ЛА8
	Mạch logic 2 cổng 4-Input NAND CMOS; 
Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; 
Dòng tiêu thụ): <0,1µA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	658
	Vi mạch 564ЛА9В
	Mạch logic 3 cổng NAND 3 đầu vào; 
Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Điện áp ngưỡng (Uth): 5,0V (tại 10V); 
Dòng điện ra (Iout): 1,0 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	659
	Vi mạch 564ЛА9 
	Mạch logic 3 cổng NAND 3 đầu vào; 
Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Điện áp ngưỡng (Uth): 5,0V (tại 10V); 
Dòng điện ra (Iout): 1,0 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	660
	Vi mạch 564ЛЕ5
	Mạch logic 4 cổng 2-Input NOR CMOS; 
Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; 
Dòng đầu ra (Iout): 0,5mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	661
	Vi mạch 564ЛЕ5В
	Mạch logic 4 cổng NOR 2 đầu vào; 
Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Dòng ra mức cao (Ioh): -0,45 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	662
	Vi mạch 564ЛЕ6
	Mạch logic 2 cổng 4-Input; 
Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; 
Dòng tiêu thụ tĩnh): <0,1µA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	663
	Vi mạch 564ЛЕ6В
	Mạch logic 2 cổng NOR 4; 
Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Dòng điện ra mức thấp: 1,5 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	664
	Vi mạch 564ЛН2
	Mạch logic 6 cổng; 
Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; 
Dòng đầu ra (Iout): 1,5mA;
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	665
	Vi mạch 564ЛН2В
	Mạch đảo lục phân; 
Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Dòng tiêu thụ: 0,05 µA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	666
	Vi mạch 564ЛП2В
	Mạch logic 4 cổng XOR; 
Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Dòng điện ra: 0,6 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	667
	Vi mạch 564ЛС2В
	Mạch logic cổng AND-OR có thể mở rộng; 
Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Công suất tiêu thụ tĩnh: 0,1 mW; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	668
	Vi mạch 564ПУ4
	Sáu bộ chuyển đổi mức
Điện áp cung cấp:4,3-13,5V;
Dòng tiêu thụ ≤0,03mA;

	669
	Vi mạch 564ПУ4В
	Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Dòng điện ra cực đại (Imax): 5,0 mA; 
Thời gian trễ chuyển đổi: 80 ns; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	670
	Vi mạch 564ПУ6
	Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; 
Thời gian trễ: 60ns; 
Dòng tiêu thụ): <2,0µA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	671
	Vi mạch 564ТВ1В
	Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Tần số xung nhịp cực đại: 4,0 MHz; 
Điện áp đầu ra mức thấp (Uol): 0,05V; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; 

	672
	Vi mạch 564ТЛ2
	Mạch logic 6 cổng ; 
Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; 
Điện áp ngưỡng trễ (Uhyst): 0,6V - 0,9V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C;

	673
	Vi mạch 564ТМ2
	Chứa 128 phần tử tích phân.
Dòng tiêu thụ: ≤ 0,12 mA.
Điện áp cung cấp: 4,2-13,5 V.

	674
	Vi mạch 564ТМ2В
	Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Tần số hoạt động: 7,0 MHz (tại 10V); 
Độ rộng xung xóa tối thiểu (tw): 80 ns; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; 

	675
	Vi mạch 564ТР2В
	Thanh ghi RS-Latch 4 kênh; 
Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; 
Trạng thái đầu ra (3 trạng thái): High-Z; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	676
	Vi mạch 571ХЛ1
	Điện áp nguồn: 5,0V ± 10%; 
Số lượng cổng logic tương đương: 500; 
Thời gian trễ logic: 45 ns; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; 

	677
	Vi mạch 571ХЛ2
	Điện áp nguồn: 5,0V ± 10%; 
Tần số làm việc cực đại: 10 MHz;
 Dòng điện tiêu thụ): 80 mA;
 Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; 

	678
	Vi mạch 571ХЛ4А
	Điện áp nguồn: 5,0V ± 5%; 
Thời gian thực hiện lệnh: 120 ns; 
Công suất tiêu thụ tối đa: 450 mW; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	679
	Vi mạch 572ПА1А
	Điện áp nguồn: 15V ± 5%; 
Sai số phi tuyến cực đại: ± 0,05%; 
Thời gian ổn định đầu ra: 2,0 µs; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	680
	Vi mạch 572ПА2А
	Mạch DAC 12-bit độ chính xác cao cấp A; 
Điện áp nguồn: ±15V; 
Thời gian thiết lập (tset): 15 µs; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	681
	Vi mạch 585ИК02
	Điện áp nguồn: 5,0V ± 5%; 
Thời gian thực hiện chu kỳ: 100 ns; 
Dòng tiêu thụ): 150 mA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	682
	Vi mạch 590КН1
	Bộ chuyển mạch 8 kênh; Số chân: 16;
Chuyển mạch các tín hiệu có mức điện áp (-5;+5)V;
Điện áp nguồn:  Uп1= (-13,5; 16,5)V, Uп2=(4,5;5,5)V; 
Điện áp điều khiển mức cao: (3,6;5,5)V 

	683
	Vi mạch 590КН13
	Mạch chuyển mạch Analog 8 kênh kép; 
Điện áp nguồn: ±15V; 
Điện trở thông kênh (Ron): 300 Ohm; 
Dòng rò kênh (Ileak): 5,0 nA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	684
	Vi mạch 590КН3
	Bộ chuyển mạch tương tám kênh (4x2) với bộ giải mã.
Điện áp cung cấp: ± 15V ± 10%;
Dòng tiêu thụ: ≤ 40 mA;

	685
	Vi mạch 590КН6
	Bộ đa hợp Analog 16 kênh CMOS; 
Điện áp nguồn: ±15V; 
Điện trở thông mạch (Ron): <350 Ohm; 
Dòng rò cực đại: 10nA; 
Vỏ gốm kim loại 28 chân

	686
	Vi mạch 590КН7
	Vi mạch 590KN7 là một công tắc tương tự bốn kênh có mạch điều khiển
Chứa 53 thành phần tích hợp. 
Điện áp cung cấp: ±15 ±10% V. 

	687
	Vi mạch 594ПА1
	Mạch DAC 12-bit tốc độ cao; 
Điện áp nguồn: ±15V; 
Thời gian thiết lập (tset): 1,0 µs; 
Sai số phi tuyến (INL): ± 0,025%; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	688
	Vi mạch 8УД1
	Mạch khuếch đại thuật toán đa năng; 
Điện áp nguồn: ±15V; 
Tốc độ tăng điện áp: 0,5 V/µs; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	689
	Vi mạch Б19-1-2,4К
	● Điện trở khối danh nghĩa: 2,4 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	690
	Vi mạch Б19К-1-1-10кΩ
	Trị số điện trở (R): 10 kOhm; 
Sai số (ΔR): ± 0,5%; 
Công suất tiêu tán (P): 0,125W; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	691
	Vi mạch М1006ВИ1
	Mạch định thời chính xác (Timer); 
Điện áp nguồn: 5,0V đến 15V; 
Dòng điện đầu ra (Iout): 200 mA; 
Sai số định thời (Δt): 1%; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C;

	692
	Vi mạch М1821ВМ85А
	Bộ vi xử lý 8-bit; 
Tần số thạch anh: 5 MHz; 
Điện áp nguồn: 5V ±10%; 
Kiểu vỏ: Vỏ gốm 40 chân; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C

	693
	Vi mạch М573РФ4А
	Dung lượng: 64 kbit (8k x 8); 
Điện áp nguồn đọc: 5,0V ± 5%; 
Thời gian thâm nhập (tacc): 200 ns; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; 

	694
	Vi mạch Н1582ВЖ3В-0168
	Điện áp nguồn: 5,0V ± 5%; 
Tần số làm việc tối đa: 20 MHz; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	695
	Vi mạch Н1806ВМ2
	Bộ vi xử lý 16-bit kiến trúc PDP-11; 
Điện áp nguồn: 5,0V ± 10%; 
Tần số xung nhịp: 5,0 MHz; 
Tập lệnh: 71 lệnh cơ bản; 
Vỏ gốm phẳng 42 chân,

	696
	Vi mạch УД101А
	 Điện áp nguồn: ±15V; 
Hệ số khuếch đại: >20000; 
Dòng lệch không (Ioff): <150nA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -45,,,+85°C;

	697
	Vi mạch УД1701А
	Điện áp nguồn: ±15V; 
Độ trôi điện áp lệch không: <2µV/°C; 
Hệ số nén tín hiệu đồng pha (Kcmr): >100dB; 
Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C

	698
	Vi mạch УД20А
	Điện áp nguồn: ±15V; 
Dòng điện lệch đầu vào: 10 nA; 
Tần số cắt (ft): 1,0 MHz; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C

	699
	Vi mạch УД25
	Điện áp nguồn: ±3,0V đến ±15V; 
Dòng tiêu thụ: 0,5 mA; 
Hệ số khuếch đại: 100,000; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C

	700
	Vi mạch УД601А
	Điện áp nguồn: ±15V; 
Dòng đầu ra tối đa (Iout): 10mA; 
Hệ số khuếch đại: >30000; 
Dải nhiệt độ vận hành: -45,,,+85°C

	701
	Vi mạch УД6Б
	Điện áp nguồn: ±15V; 
Tốc độ tăng điện áp: 1,0 V/µs; 
Điện áp lệch (Uoff): 5,0 mV; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C

	702
	Vi mạch УЗК(УЗ)
	 Điện áp nguồn: 27V; 
Công suất ra: 1,5W; 
Trở kháng đầu vào: 10 kOhm; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	703
	Vi mạch  1533ТМ2
	Điện áp nguồn: 5V; 
Tần số đồng bộ tối đa: 70 MHz; 
Thời gian thiết lập (tset): 10 ns; 
Dòng tiêu thụ: 4 mA

	704
	Vi mạch  597СА3
	Điện áp nguồn: ±15V; 
Thời gian trễ lan truyền: 200 ns; 
Dòng điện lệch đầu vào: 50 nA; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C;

	705
	Xen xin СБ-20-1ВП
	Điện áp kích thích: 36 V
Tính thường xuyên : điện áp kích thích: 400 Hz
Tần số quay: trục: 25 vòng / phút
Điện áp tối đa: Thời gian: 11V

	706
	Xen xin СБ-32-1ВП
	Điện áp: 36V; 
Tần số: 400 Hz; 
Độ nhạy (S): 0,6V/độ; 
Dải nhiệt độ: -60°C đến +100°C; 
Áp suất vận hành: Đến 3 atm,

	707
	Xen xin СБ-32-3Д
	Đường kính ngoài của thiết bị không tiếp xúc selsyn SB-32-3D là 32mm;
Chiều dài với các đầu ra của trục 55,2 mm;
Tải trọng rung động: dải tần lên đến 300 Hz;
Tải trọng tác động 120m / s 2 ;
Nhiệt độ môi trường từ -60 ° С đến + 100ºС;

	708
	Xen xin СКТ-212-1П СЕР.2
	Điện áp cung cấp (Usup): 40 V; 
Tần số định mức: 400 Hz; 
Sai số góc (Δθ): ±10 phút; 
Tỷ số biến áp (Tr): 0,5; 
Nhiệt độ: -60 đến +100°C

	709
	Xen xin СКТ-220-1Д СЕР.2
	 Điện áp cung cấp (Usup): 24 V; 
Tần số định mức: 400 Hz; 
Sai số góc (Δθ): ±15 phút; 
Trở kháng đầu vào (Zin): 280 Ohm; 
Nhiệt độ: -60 đến +100°C

	710
	Bán dẫn IRF 250
	Điện áp cực D-S (Vds): 200V; 
Dòng cực D liên tục (Id): 30A; 
Điện trở thông mạch (Rds-on): 0,085 Ohm; 
Dải nhiệt độ vận hành: -55,,,+150°C;

	711
	Bán dẫn IRF 360
	Điện áp đánh thủng tối đa (Vds): 400V; 
Dòng Drain liên tục (Id): 23A (tại 25°C); 
Điện trở kênh dẫn (Rds on): 0,20 Ohm; 
Công suất tiêu tán tối đa (Pd): 250W; 
Dải nhiệt độ vận hành (Tj): -55°C đến +150°C

	712
	Bán dẫn MRF166W
	Tần số hoạt động: 225 MHz; 
Công suất ra (Pout): 40W; 
Điện áp nguồn (Vdd): 28V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -65°C đến +150°C,

	713
	Bán dẫn  IRF 640N
	Điện áp cực máng-nguồn (Vdss): 200V; 
Dòng điện cực máng (Id): 18A; 
Điện trở kênh dẫn (Rds_on): 0,15 Ohm; 
Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +175°C; 
Công suất tiêu tán (Pd): 150W,

	714
	Bán dẫn  IRF 9640N
	Điện áp cực máng-nguồn (Vdss): -200V; 
Dòng điện cực máng (Id): -11A; 
Điện trở kênh dẫn (Rds_on): 0,50 Ohm; 
Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +175°C;

	715
	Bán dẫn  LM2940T
	Mạch ổn áp điện áp rơi thấp 1A; 
Điện áp ra (Vout): 5,0V (tùy chọn 8, 9, 10, 12, 15V); 
Dòng điện đầu ra (Iout): 1,0A; 
Bảo vệ ngược cực nguồn: -15V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +125°C; Vỏ: TO-220,

	716
	Bán dẫn  MRF136
	Tần số hoạt động: 400 MHz; 
Công suất ra (Pout): 15W; 
Điện áp nguồn (Vdd): 28V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -65°C đến +150°C,

	717
	Bán dẫn  MRF151
	Tần số hoạt động: Lên đến 175 MHz; 
Công suất ra (Pout): 150W; 
Điện áp nguồn (Vdd): 50V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -65°C đến +150°C,

	718
	Bán dẫn  SD2931-10
	Tần số hoạt động: Lên đến 175 MHz; 
Công suất ra (Pout): 150W; 
Điện áp nguồn (Vdd): 50V;
 Độ lợi công suất (G): 14 dB; 
Dải nhiệt độ vận hành: -65°C đến +150°C,

	719
	Bán dẫn  ВLF244
	Tần số hoạt động: 175 MHz; 
Công suất ra (Pout): 30W; 
Điện áp nguồn (Vdd): 28V; 
Hiệu suất (η): 50%; 
Dải nhiệt độ vận hành: -65°C đến +150°C,

	720
	Điện trở công suất FR10800N0050JBK
	Điện trở (R): 50 Ohm; Sai số: ±5%; 
Công suất định mức (P): 100 W; 
Nhiệt độ hoạt động: -55 đến +155°C; 
Kiểu vỏ: Mặt phẳng tiếp xúc giải nhiệt

	721
	Màn hình LCD NL6448BC33-59
	Màn hình hiển thị tinh thể lỏng công nghiệp; 
Độ phân giải: 640x480 (VGA); 
Kích thước đường chéo: 10,4 inch; 
Độ sáng (L): 450 cd/m2; 
Góc nhìn (H/V): 140°/120°; 
Dải nhiệt độ vận hành: -10°C đến +70°C,

	722
	Modul nguồn AM8T-2412DIZ
	Bộ đổi điện DC-DC cách ly công suất 8W; 
Điện áp vào (Uin): 9V - 36V; 
Điện áp ra (Uout): ±12V; 
Dòng ra (Iout): ±333mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -40,,,+85°C; 
Độ cách điện: 1500 VDC

	723
	Rơ le M210-J2A
	Số cực: 2 cực chuyển đổi (DPDT); 
Dòng tiếp điểm: 10A (tại 28V DC); 
Điện áp cuộn hút: 28V DC; 
Độ bền cơ học: 100,000 chu kỳ; 
Vỏ kín khí (Hermetically Sealed),

	724
	Tụ dán 100-20L
	Điện dung: 100 µF; 
Điện áp định mức : 20V;
Dòng rò thấp (Low Leakage); 
Kiểu vỏ: Case D (7343); 
Dải nhiệt độ: -55 đến +125°C,

	725
	Tụ dán 15µF
	Điện dung: 15 µF; 
Điện áp làm việc phổ biến: 16V - 25V; Sai số: ±10%; 
Hệ số nhiệt: X7R (nếu là gốm); 
Ứng dụng: Lọc nguồn nhiễu trên bo mạch vi xử lý,

	726
	Tụ dán 68µВ
	Điện dung danh định: 68 µF; 
Điện áp định mức : 10V đến 25V; 
Kiểu vỏ: Case D hoặc E; 
Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +125°C; 
Dòng rò cực đại (Ileak): ≤ 6,8 µA

	727
	Tụ điện  10µF-35V (293D106Х9035D2WЕ3)
	Điện dung danh định: 10 µF; 
Điện áp định mức : 35V; Sai số: ±10%; 
Điện trở nối tiếp tương đương (ESR): 1,6 Ohm; 
Kiểu vỏ: Case D (7343-31)

	728
	Tụ điện  1000µF-50V (678D108М050FV3D)
	 Điện dung danh định: 1000 µF; 
Điện áp định mức : 50V; Sai số: ±20%; 
Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +105°C; 
Độ bền cơ học: Chống rung động cao

	729
	Tụ điện  15µF-25V (ТН3D156М025С0700)
	Điện dung danh định: 15 µF; 
Điện áp định mức : 25V; Sai số: ±20%; 
ESR tối đa: 0,7 Ohm; 
Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +150°C

	730
	Tụ điện  3,3µF-50V (ТН3D335К050D1700)
	Điện dung danh định: 3,3 µF; 
Điện áp định mức : 50V; Sai số: ±10%; 
ESR tối đa: 1,7 Ohm; 
Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +150°C

	731
	Tụ điện  47UF-35V
	iện dung danh định: 47 µF; 
Điện áp định mức : 35V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +105°C; 
Kích thước: 6,3x7,7 mm; 
Kiểu đóng gói: Reel dán bề mặt

	732
	Tụ điện xoay chiều SMD-0805-180PF
	Điện dung danh định: 180 pF; 
Điện áp định mức : 50V; Sai số: ±5%; 
Hệ số nhiệt điện dung: 0 ±30 ppm/°C;

	733
	Tụ điện xoay chiều SMD-0805-470PF
	Điện dung danh định: 470 pF; 
Điện áp định mức : 50V; Sai số: ±5%;
Hệ số nhiệt điện dung: 0 ±30 ppm/°C.

	734
	Tụ điện xoay chiều SMD-0805-56PF
	Điện dung danh định: 56 pF; 
Điện áp định mức : 50V; Sai số: ±5%; 
Hệ số nhiệt điện dung: 0 ±30 ppm/°C;

	735
	Vi mach 49F001 ALT
	Bộ nhớ Flash 1 Megabit (128K x 8); 
Thời gian truy cập (tacc): 70 ns; 
Điện áp ghi/đọc: 5V ±10%; 
Chu kỳ ghi xóa: 100,000 lần; 
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C

	736
	Vi mạch 74ABT125D
	Bộ đệm 4 kênh ngõ ra 3 trạng thái (Bus Buffer); 
Công nghệ: BiCMOS; 
Điện áp nguồn: 4,5V đến 5,5V; 
Dòng điện ngõ ra: 64 mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C

	737
	Vi mạch AD722
	Băng thông video: 6 MHz; 
Điện áp nguồn: 5V; 
Dòng tiêu thụ: 35 mA; 
Kiểu vỏ: SOIC-16; 
Dải nhiệt độ vận hành: 0°C đến +70°C

	738
	Vi mạch AD8044
	Khuếch đại thuật toán 4 kênh tốc độ cao; 
Băng thông (BW): 150 MHz; 
Tốc độ quét (Slew Rate): 170V/µs; 
Điện áp cung cấp: Single 5V hoặc Dual ±5V; 
Dòng tiêu thụ: 13 mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C

	739
	Vi mạch AD823A
	Băng thông (BW): 17 MHz; 
Tốc độ quét (Slew Rate): 25V/µs; 
Điện áp nguồn: 3V đến 36V;  
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C

	740
	Vi mạch AD872ASD
	Bộ chuyển đổi A/D 12-bit; 
Tốc độ lấy mẫu: 10 MSPS; 
Độ nhiễu cực thấp; 
Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +125°C

	741
	Vi mạch ADG409BRZ
	Bộ giải đa kênh 4 kênh kép chính xác; 
Điện trở kênh dẫn (Ron): 40 Ohm; 
Điện áp nguồn: ±15V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C;

	742
	Vi mạch ADM1485AR
	Tốc độ truyền dẫn tối đa: 30 Mbps; 
Điện áp nguồn: 5,0 V; 
Dòng điện tiêu thụ): 1,0 mA; 
Nhiệt độ: -40 đến +85°C

	743
	Vi mạch ADM709TAR
	Ngưỡng điện áp reset (Vrst): 3,08V; 
Dòng tiêu thụ): 65 µA; 
Độ rộng xung Reset: 200 ms; 
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C

	744
	Vi mạch ALTERA EPC2LI20N
	Bộ nhớ cấu hình FPGA (Configuration EPROM); 
Dung lượng nhớ: 1,6 Mbits; 
Giao tiếp: Nối tiếp (Serial); 
Điện áp hoạt động: 3,3V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C

	745
	Vi mạch ALVTH16244
	Bộ đệm 16-bit ngõ ra 3 trạng thái (Buffer); 
Điện áp cung cấp: 2,5V đến 3,3V; 
Dòng điện ngõ ra: 64 mA; 
Khả năng chịu áp I/O 5V: Có; 
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C

	746
	Vi mạch AM29F800BT-55SI
	Bộ nhớ Flash 8 Megabit (Boot Block); 
Thời gian truy cập (tacc): 55 ns; 
Cấu trúc bộ nhớ: 1M x 8 / 512K x 16; 
Điện áp nguồn: 5V;  
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C

	747
	Vi mạch AS7C256-20PC
	Bộ nhớ tĩnh SRAM CMOS 256K (32K x 8-bit); 
Thời gian truy cập (tacc): 20 ns; 
Điện áp nguồn: 5,0V; 
 Dải nhiệt độ vận hành: 0,,,+70°C; 
Kiểu vỏ: DIP 28 chân

	748
	Vi mạch ATMEGA 128A-16AU
	Vi điều khiển 8-bit AVR RISC; 
Bộ nhớ Flash: 128 KB; 
Tần số hoạt động tối đa: 16 MHz; 
Điện áp hoạt động: 2,7V đến 5,5V;  
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C

	749
	Vi mạch CY7C1049B
	Bộ nhớ tĩnh SRAM CMOS 4 Mbit (512K x 8-bit); 
Thời gian truy cập (tacc): 15 ns; 
Điện áp nguồn: 5,0V; 
Dòng tiêu thụ hoạt động: 100 mA; 
Dải nhiệt độ vận hành: -40,,,+85°C.

	750
	Vi mạch CYP15G0101DXB-BBXI
	Tốc độ truyền dẫn: 195 Mbps đến 1,5 Gbps; 
Điện áp cung cấp: 3,3V; 
Giao tiếp: Fibre Channel/ESCON;
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C

	751
	Vi mạch EPM7256SRI208-10N
	Số lượng Macrocells: 256; 
Thời gian trễ logic: 10 ns; 
Điện áp cung cấp: 5V;
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C

	752
	Vi mạch GP-2010IG
	Tần số trung tâm (f0): 1575,42 MHz; 
Điện áp nguồn: 3V đến 5V; 
Công suất tiêu thụ: 200 mW; 
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C

	753
	Vi mạch HSSR-7112
	Điện áp cách ly: 1500 VDC; 
Dòng tải tối đa (Il): 0,8A; 
Điện áp tải tối đa: 90V;
Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +125°C

	754
	Vi mạch IDТ-74FCT-16244ATPAG
	Bộ đệm 16-bit công nghệ FCT tốc độ cao; 
Thời gian trễ: 4,1 ns; 
Dòng ngõ ra: 64 mA; 
Điện áp cung cấp: 5V; Kiểu vỏ: TSSOP-48; 
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C

	755
	Vi mạch IRF 3205PBF
	Điện áp đánh thủng (Vds): 55V; 
Dòng Drain liên tục (Id): 110A; 
Điện trở kênh dẫn (Rds on): 8 mOhm; 
Công suất tiêu tán (Pd): 200W;

	756
	Vi mạch IRF 5210PBF
	TĐiện áp đánh thủng (Vds): -100V; 
Dòng Drain liên tục (Id): -40A; 
Điện trở kênh dẫn (Rds on): 60 mOhm; 
Kiểu vỏ: TO-220; 
Điện áp Gate (Vgs): ±20V

	757
	Vi mạch IRF 5210S
	Transistor công suất MOSFET kênh P; 
Điện áp cực máng-nguồn (Vdss): -100V; 
Dòng điện cực máng (Id): -40A; 
Điện trở kênh dẫn (Rds_on): 0,06 Ohm; 
Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +175°C;

	758
	Vi mạch IRF 9530N
	Điện áp cực máng-nguồn (Vdss): -100V; 
Dòng điện cực máng (Id): -14A; 
Điện trở kênh dẫn (Rds_on): 0,20 Ohm; 
Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +175°C; 
Điện áp ngưỡng (Vgs_th): -2,0V đến -4,0V,

	759
	Vi mạch LM2940S
	Điện áp ngõ ra (Vout): 5V; 
Dòng ngõ ra (Iout): 1A; 
Điện áp sụt (Vdrop): 0,5V tại 1A; 
Kiểu vỏ: TO-263 (D2PAK); 
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +125°C

	760
	Vi mạch LM2990S
	Điện áp ngõ ra (Vout): -5V; 
Dòng ngõ ra (Iout): 1A; 
Điện áp sụt (Vdrop): 0,6V; 
Kiểu vỏ: TO-263 (D2PAK); 
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +125°C

	761
	Vi mạch LT1374
	Tần số đóng cắt (fsw): 500 kHz; 
Dòng điện cực đại (Ipeak): 4,5A; 
Điện áp vào (Vin): lên đến 25V;  
Hiệu suất chuyển đổi: ≥ 90%

	762
	Vi mạch MAX1480BEPI
	Tốc độ truyền dẫn: 250 kbps; 
Điện áp cách ly: 1600 Vrms; 
Chế độ vận hành: Half-Duplex;
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C

	763
	Vi mạch MC33202DR2G
	Băng thông (BW): 2,2 MHz; 
Tốc độ quét: 1V/µs; 
Điện áp nguồn: 1,8V đến 12V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +105°C

	764
	Vi mạch NCV33202 VDR2G
	Băng thông (BW): 2,2 MHz; 
Tiêu chuẩn: AEC-Q100; 
Điện áp nguồn: 1,8V đến 12V;
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +125°C

	765
	Vi mạch PVG612
	Điện áp tải tối đa: 60V; 
Dòng tải tối đa (AC/DC): 1,0A; 
Trở kháng trạng thái dẫn (Ron): 0,5 Ohm; 
Cách ly quang: 4000 Vrms; Kiểu vỏ: DIP-6

	766
	Vi mạch TDK ZJY2501
	Dòng điện định mức (Inom): 5,0 A; 
Điện trở DC (Rdc): 0,01 Ohm; 
Trở kháng (Z): 600 Ohm (tại 100MHz); 
Điện áp định mức : 50 V; 
Nhiệt độ: -25 đến +85°C

	767
	Vi mạch TLP598G
	Điện áp tải tối đa (Voff): 400V; 
Dòng tải định mức (Ion): 150 mA; 
Điện áp cách ly (Viso): 2500 Vrms;
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C

	768
	Vi mạch XC4005E-4PQ160C
	Vi mạch FPGA dòng XC4000E tốc độ cao; 
Số lượng cổng logic: 5,000; 
Cấp tốc độ: -4; RAM nội: 6,272 bits; 
Dải nhiệt độ vận hành: 0°C đến +70°C

	769
	Vi mạch XCF08P
	Bộ nhớ cấu hình FPGA; 
Dung lượng: 8 Mbits; 
Điện áp hoạt động: 1,8V; 
Giao tiếp: JTAG/Serial/Parallel;  
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C

	770
	Vi mạch XCS20-TQ144C
	Số lượng cổng logic: 20,000; 
Số chân I/O: 113; 
Điện áp nguồn: 5V; 
Kiểu vỏ: TQFP-144; 
Dải nhiệt độ vận hành: 0°C đến +70°C

	771
	Vi mạch XILINX XC18V04
	Bộ nhớ cấu hình ISP PROM; 
Dung lượng: 4 Mbits; 
Chu kỳ ghi xóa: 20,000 lần; 
Điện áp nguồn: 3,3V; 
Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C

	772
	Vi mạch A2231
	Tốc độ dữ liệu: 10 MBd; 
Điện áp cách ly (Viso): 3750 Vrms; 
Điện áp nguồn: 4,5 đến 20 V; 
Dòng đầu vào (If): 7,0 đến 16 mA; 
Nhiệt độ: -40 đến +85°C

	773
	Vi mạch  ADG409BR
	Điện trở thông mạch (Ron): 40 Ohm; 
Dòng rò cực đại: 0,5 nA; 
Thời gian chuyển mạch: 150 ns; 
Dải nhiệt độ vận hành: -40,,,+85°C; 
Điện áp nguồn: ±15V

	774
	Vi xử lý AMD AM486 DX4-100V16BGI
	Tần số xung nhịp: 100 MHz; 
Điện áp lõi: 3,3 V; 
Bộ nhớ đệm L1 : 16 KB; 
Kiểu chân cắm: PGA-168; 
Nhiệt độ vận hành: 0 đến +85°C


Top of Form	
	3. Bản vẽ
(Không yêu cầu)
[bookmark: _Toc68320562]4. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.
- Chủ đầu tư (Bên A) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do Nhà thầu (bên B) cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.
- Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:
a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:
Hàng hoá chuyển đến kho của Bên A sẽ được cơ quan chức năng của Bên A kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có: 
+ Kiểm tra về số lượng hàng hóa; 
+ Thông số kỹ thuật hàng hóa; 
+ Ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ; 
+ Hồ sơ hàng hóa nhập khẩu: 
- Tờ khai hải quan của lô hàng;
- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);
- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).
+ Phụ kiện kèm (nếu có).
 b) Thử nghiệm, bàn giao:
- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Bên A;
- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại Bên B sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.
- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Bên A từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, Bên B có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.
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